Transistoren
fur Verstarker- und
Schalteranwendungen

Datenbuch 1988/89

Siemens Aktiengesellischaft



Vorwort

Vorliegendes Datenbuch beschreibt das komplette Lieferspektrum unserer bipolaren
Transistoren fur Verstarker- und Schalteranwendungen. Das Buch beinhaltet alle derzeit
bekannten Neuheiten, Verbesserungen und Erweiterungen auf diesem Sekior. Mit der
Herausgabe dieses Datenbuches werden vorhergehende Ausgaben ungultig. Fur weitere
hier nicht aufgeftihrte Transistoren gibt es eigene Unterlagen, die Sie bei Ihrer nachst-
gelegenen Siemens Geschéftsstelle bestellen kénnen.
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Typeniibersicht

NF-Transistoren
Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, =25°C Gehduse | Seite
NPN =N
PNP =P Veso | Ic Pt | hee Iceo Veesat | fr
Ic | Vee

\Y mA mwW |— mA |V nA \% MHz
BC 167 N |50 100 |500 |110...450 |2 5 <15 <0,60 |200 [TO 92 18
BC 168 N |30 100 |500 |110...800 |2 5 <15 <0,60 |200 [TO92 18
BC 169 N |30 100 |500 [200...800 |2 5 <15 <0,60 |200 |TO 92 18
BC 182 N |60 100 |500 |110...800 |2 5 <15 <0,60 |200 |[TO 92 21
BC 183 N |45 100 |500 [110...800 |2 5 <15 <0,60 |200 |TO 92 21
BC212 P |60 100 |[500 [125...800 |2 5 <15 <0,65 |250 |TO 92 24
BC213 P |45 100 |500 |125...800 |2 5 <15 <0,65 |250 |TO92 24
BC 237 N |50 100 |500 [110...450 |2 5 <15 <0,60 |200 |[TO 02 27
BC 238 N |30 100 |500 |110...800 |2 5 <15 <0,60 |200 [TO 92 27
BC239 N |30 100 |500 |110...800 |2 5 <15 <0,60 |200 |TO 92 27
BC 257 P |50 100 |500 [125...475 |2 5 <15 <0,65 |250 |TO 92 30
BC 258 P |30 100 |500 [125...800 |2 5 <15 <0,65 |[250 |TO 92 30
BC259 P |25 100 |500 [220...800 |2 5 <15 <0,65 |250 |TO92 30
BC 307 P |50 100 |500 |[125...475 |2 5 <15 <0,65 |250 |TO 92 33
BC 308 P |30 100 |500 [125...800 |2 5 <15 <0,65 |250 |TO 92 33
BC309 P |25 100 |500 [125...800 |2 5 <15 <0,65 |250 |TO 92 33
BC 327 P |50 800 |625 |100...630 100 |1 <100 |<0,70 |200 |TO 92 36
BC 328 P |30 800 [625 |100...630 100 |1 <100 |<0,70 [200 |TO 92 36
BC 337 N |50 800 |625 |100...630 |100 |1 <100 |<0,70 |170 |TO92 40
BC 338 N 30 800 625 |100...630 [100 |1 <100 £0,70 170 |TO 92 40
BC368 N |25 1000 |800 63...400 | 500 |1 <100 |<0,50 |100 |TO 92 44
BC369 P |25 1000 |800 63...400 |500 |1 <100 |<0,50 (100 |TO 92 48
BC413 N |45 100 |500 [200...800 |2 5 <15 <0,60 (200 |TO 92 52
BC414 N |50 100 |500 [200...800 |2 5 <15 <0,60 (200 |TO 92 52
BC415 P |45 100 |500 [125...800 |2 5 <15 <0,65 [250 |TO 92 55
BC416 P |50 100 |500 [125...800 |2 5 <15 <0,65 (250 |TO 92 55
BC546 N |80 100 |500 [100...450 (2 5 <15 <0,60 (200 |TO 92 58
BC547 N |50 100 |500 |110...800 (2 5 <15 <0,60 [200 |TO 92 58
BC548 N |30 100 |500 [110...800 |2 5 <15 <0,60 [200 |TO 92 58
BC549 N |30 100 |500 |200...800 |2 5 <15 <0,60 [200 |TO 92 58
BC550 N |50 100 |500 |200...800 |2 5 <15 <0,60 |[200 |TO 92 58
BC 556 P |80 100 [500 |125...475 |2 5 <15 <0,65 [250 |TO 92 65
BC 557 P |50 100 |500 |125...800 (2 5 <15 <0,65 [250 |TO 92 65
BC558 P |30 100 |500 |125...800 |2 5 <15 <0,65 [250 |TO 92 65
BC559 P |30 100 |500 |220...800 |2 5 <15 <0,65 |250 |TO 92 65
BC 560 P |50 100 |500 |220...475 |2 5 <15 <0,65 |250 |TO 92 65
BC635 N |45 1000 |800 40...250 (150 |2 <100 |<0,50 [100 |TO 92 72
BC 637 N |60 1000 |800 40...160 |150 |2 <100 |<0,50 [100 |TO 92 72
BC 639 N |100 [1000 |800 40...160 |150 |2 <100 |<0,50 |[100 |TO 92 72
BC636 P |45 1000 | 800 40...250 |150 |2 <100 |<0,50 [100 |TO 92 76
BC 638 P |60 1000 | 800 40...160 [150 |2 <100 |<0,50 [100 |TO 92 76
BC 640 P [100 |1000 |800 40...160 |150 |2 <100 |<0,50 [100 |TO 92 76




Typeniibersicht

NF-Transistoren

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, =25°C Gehduse | Seite
NPN =N
PNP =P Veso | Ic Pt | B Icgo Veesat | fr
IC VCE

\ mA mwW | — mA |V nA \% MHz
BCX58 N |32 100 500 |[120...630 |2 5 <20 <0,5 200 |TO 92 80
BCX59 N |45 100 |500 [120...630 |2 5 <20 <0,5 200 |TO 92 80
BCX73 N |60 800 625 |100...630 |100 |1 <20 <0,6 170 |TO 92 85
BCX74 N |75 800 625 |100...630 |100 |1 <20 <0,6 170 |TO 92 85
BCX75 P |60 800 |625 |100...630 {100 |1 <20 <0,6 200 |TO 92 89
BCX76 P 75 800 625 [100...630 {100 |1 <20 <0,6 200 |TO 92 89
BCX78 P 32 100 500 |120...630 |2 5 <20 <0,6 250 |TO 92 93
BCX79 P 45 100 500 [120...630 |2 5 <20 <0,6 250 |TO 92 93
BD825 N |45 1000 |8000| 40...250 |150 |2 <100 <£0,5 100 |TO 202 98
BD 827 N |60 1000 | 8000 | 40...160 [150 |2 <100 <0,5 100 |TO 202 98
BD 829 N 100 | 1000 |8000| 40...160 150 (2 <100 <0,5 100 |TO 202 98
BD 826 P 45 1000 |8000| 40...250 {150 |2 <100 <0,5 125 | TO 202 101
BD 828 P 60 1000 |8000 | 40...160 (150 |2 <100 <0,5 125 |TO 202 101
BD 830 P 100 (1000 |[8000| 40...160 |150 |2 <100 <0,5 125 |TO 202 101
Transistoren mit hohen Sperrspannungen
Typ Grenzwerte Kennwerte bei 7, =25°C Gehiduse | Seite
NPN=N
PNP =P Veso | Ic Por | hee Icgo Vegsat | Fr

Ic | Ve Vcesathr

\ mA mwW | — mA |V nA \Y MHz
BF420 N |300 |50 830 |=50 25 |20 |<10 <20* 100 |TO 92 106
BF 422 N |250 |50 830 | =50 25 |20 [<10 <20* 100 |TO 92 106
BF 421 P |300 |50 830 |=>50 25 |20 |<10 <20* 100 |TO 92 110
BF 423 P 250 |50 830 |=250 25 |20 [<10 <20* 100 |TO 92 110
BF 857 N 160 |200 1800 | 225 30 |10 |<50 <1 100 |TO 202 114
BF 858 N 250 |200 1800 | 225 30 |10 |[<£50 <1 100 |TO 202 114
BF 859 N |300 |200 1800 | 225 30 |10 |<50 <1 100 |TO 202 114
BF869 N [250 |50 1600 | 250 25 |20 |<10 <20* 100 |[TO 202 |[118
BF 871 N 300 |50 1600 | 240 25 |20 [<10 <20* 100 |TO 202 118
BF 881 N 400 |50 1600 | 240 25 |20 (<100 <20* 100 |TO 202 118
BF 870 P 250 |50 1600 | 250 25 |20 |<10 <20* i00 |TO 202 122
BF 872 P 300 |50 1600 | 240 25 (20 |<10 <20* 100 |TO 202 122
BFP 22 N 200 |200 625 |>50 30 |10 |[<100 <0,5 70 TO 92 126
BFP25 N |300 |200 625 | =40 30 |10 |<100 <0,4 70 TO 92 126
BFP23 P 200 |200 625 | =50 30 |10 |<100 <04 70 TO 92 130
BFP 26 P 300 (200 625 | =40 30 [10 |<100 <0,5 70 TO 92 130
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Typeniibersicht, Bestellnummernverzeichnis

NF-Darlington-Transistoren

Typ Grenzwerte Kennwerte bei T, =25°C Gehause | Seite
NPN=N
PNP =P Veeo | Ic Pt | hee Icgo Veesat | fr
IC VCE
\' mA mwW |— mA |V nA \ MHz
BC 516 P 40 500 625 |>30 000 20 |2 <100 <1 200 [TO 92 136
BC 517 N 40 500 625 | >30 000 20 |2 <100 <1 150 |TO 92 140
BC 617 N 50 500 625 | =20 000 200 |5 <100 <11 150 |TO 92 144
BC 618 N 80 500 625 |>10000 200 |5 <100 <1, 150 |TO 92 144
BC 875 N 60 1000 {800 |=>2000 500 {10 | <100 <1,3 150 |TO 92 148
BC 877 N 80 1000 {800 |=>2000 500 |10 | <100 <1,3 150 |TO 92 148
BC 879 N 100 | 1000 {800 |=>2000 500 {10 [<100 <1,3 150 |TO 92 148
BC 876 P 60 1000 {800 |=2000 500 |10 | <100 <1,3 150 |TO 92 152
BC 878 P 80 1000 {800 |=>2000 500 |10 | <100 <1,3 150 |TO 92 152
BC 880 P 100 | 1000 |800 |=>2000 500 {10 |[<100 <1,3 150 |TO 92 152
Bestellnummernverzeichnis
Typ Bestellnummer Seite Typ Bestellnummer Seite
BC 167 Q62702-C706 18 BC 238 A Q62702-C278 27
BC 167 A Q62702-C74 18 8|BC238B Q62702-C279 27
BC 167 B Q62702-C75 18 B|BC238C Q62702-C280 27
BC 168 Q62702-C707 18 BC 239 Q62702-C699 27
BC 168 A Q62702-C76 18 BC 239 B Q62702-C281 27
BC 168 B Q62702-C77 18 B|(BC239C Q62702-C282 27
BC 168 C Q62702-C78 18 BC 257 Q62702-C700 30
BC 169 Q62702-C708 18 B| BC 257 A Q62702-C184 30
BC 169 B Q62702-C79 18 8| BC 257 B Q62702-C206 30
BC 169 C Q62702-C80 18 BC 258 Q62702-C701 30
BC 182 Q62702-C455 21 BC 258 A Q62702-C187 30
BC 182 A Q62702-C372 21 BC 258 B Q62702-C188 30
BC 182 B Q62702-C373 21 BC 258 C Q62702-C438 30
BC 183 Q62702-C833 21 BC 259 Q62702-C702 30
BC 183 A Q62702-C388 21 BC 259 B Q62702-C192 30
BC 183 B Q62702-C387 21 BC259C Q62702-C439 30
BC 183 C Q62702-C524 21 BC 307 Q62702-C703 33
BC 212 Q62702-C242 24 B|BC 307 A Q62702-C283 33
BC 212 A Q62702-C374-V1 | 24 H|BC307B Q62702-C324 33
BC212B Q62702-C374-V2 | 24 BC 308 Q62702-C704 33
BC 213 Q62702-C564 24 BC 308 A Q62702-C285 33
BC 213 A Q62702-C1159 24 B|BC 308 B Q62702-C286 33
BC 213 B Q62702-C1160 24 8|BC308C Q62702-C393 33
BC213C Q62702-C1158 24 BC 309 Q62702-C705 33
BC 237 Q62702-C697 27 BC 309 B Q62702-C289 33
BC 237 A Q62702-C276 27 BC309C Q62702-C323 33
BC 237 B Q62702-C277 27 BC 327 Q62702-C311 36
BC 238 Q62702-C698 27 8| BC 327-16 Q62702-C311-V3 | 36

B = Schwerpunkttyp
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Bestellnummernverzeichnis

oo m@ no@m @@ ]o]

L@@

@@

Typ Bestellnummer Seite Typ Bestellnummer Seite
BC 327-25 Q62702-C311-v4 | 36 BC 550 B Q62702-C691-V1 | 58
BC 327-40 Q62702-C311-V2 | 36 B/ BC550C Q62702-C691-V2 | 58
BC 328 Q62702-C312 36 BC 556 Q62702-C692 65
BC 328-186 Q62702-C312-V3 | 36 BC 556 A Q62702-C692-Vi | 65
BC 328-25 Q62702-C312-V4 | 36 B8/ BC556B Q62702-C692-V2 | 65
BC 328-40 Q62702-C312-V2 | 36 BC 557 Q62702-C693 65
BC 337 Q62702-C313 40 BC 557 A Q62702-C693-V1 | 65
BC 337-16 Q62702-C313-V3 | 40 B BC 557 B Q62702-C693-V2 | 65
BC 337-25 Q62702-C313-V1 | 40 BC 558 Q62702-C694 65
BC 337-40 Q62702-C313-V2 | 40 BC 558 A Q62702-C694-V1 | 65
BC 338 Q62702-C314 40 B BC 558 B Q62702-C694-V2 | 65
BC 338-16 Q62702-C314-V1 | 40 g BC558C Q62702-C694-V3 | 65
BC 338-25 Q62702-C314-V2 | 40 BC 559 Q62702-C695 65
BC 338-40 Q62702-C314-V3 | 40 BC 559 A Q62702-C695-V1 | 65
BC 368 Q62702-C747 44 BC 559 B Q62702-C695-V2 | 65
BC 369 Q62702-C748 48 B BC559C Q62702-C695-V3 | 65
BC 413 Q62702-C375 52 BC 560 Q62702-C696 65
BC 413 B Q62702-C375-V1 | 52 BC 560 A Q62702-C696-V1 | 65
BC413C Q62702-C375-V2 | 52 H| BC 560 B Q62702-C696-V2 | 65
BC 414 Q62702-C376 52 B/ BC560C Q62702-C696-V3 | 65
BC414B Q62702-C376-V1 | 52 BC 617 Q62702-C1137 144
BC414C Q62702-C376-V2 | 52 BC 618 Q62702-C1138 144
BC 415 Q62702-C377 55 B BC 635 Q68000-A3360 72
BC 415 A Q62702-C377-V1 | 55 8| BC 636 Q68000-A3365 76
BC415B Q62702-C377-V2 | 55 H| BC 637 Q68000-A2285 72
BC415C Q62702-C377-V3 | 55 8 BC 638 Q68000-A3366 76
BC 416 Q62702-C378 55 8| BC 639 Q68000-A3361 72
BC 416 A Q62702-C378-V1 | 55 8| BC 640 Q68000-A3367 76
BC 416 B Q62702-C378-V2 | 55 8| BC 875 Q62702-C853 148
BC 416 C Q62702-C378-V3 | 55 8| BC 876 Q62702-C943 152
BC 516 Q62702-C944 136 g BC 877 Q62702-C854 148
BC 517 Q62702-C825 140 8 BC 878 Q62702-C942 152
BC 546 Q62702-C687 58 B BC 879 Q62702-C855 148
BC 546 A Q62702-C687-V1 | 58 8| BC 880 Q62702-C941 152
BC 546 B Q62702-C687-V2 | 58 BCX 58 VIiI Q62702-C619 80
BC 547 Q62702-C688 58 BCX 58 IX Q62702-CB20 80
BC 547 A Q62702-C688-V1 | 58 BCX 58 X Q62702-C621 80
BC 547 B Q62702-C688-V2 | 58 BCX 59 VIiI Q62702-C623 80
BC 548 Q62702-C689 58 BCX 59 IX Q62702-C624 80
BC 548 A Q62702-C689-V1 | 58 BCX 59 X Q62702-C625 80
BC 548 B Q62702-C689-V2 | 58 BCX 73 Q62702-C634 85
BC 548 C Q62702-C689-V3 | 58 BCX 73-16 Q62702-C634-S1 | 85
BC 549 Q62702-C690 58 BCX 73-25 Q62702-C634-S2 | 85
BC 549 B Q62702-C690-V1 | 58 BCX 73-40 Q62702-C634-S3 | 85
BC 549 C Q62702-C690-V2 | 58 BCX 74 Q62702-C635 85
BC 550 Q62702-C691 58 BCX 74-16 Q62702-C635-S1 85

B = Schwerpunkttyp




Bestellnummernverzeichnis

Typ Bestellnummer Seite Typ Bestellnummer Seite
BCX 74-25 | Q62702-C635-S2 | 85 BD 827-6 Q62702-D938 98
BCX 74-40 | Q62702-C635-S3 | 85 BD 827-10 Q62702-D939 98
BCX 75 Q62702-C636 89 BD 828 Q62702-D971 101
BCX75-16 | Q62702-C636-S1| 89 BD 828-6 Q62702-D940 101
BCX 75-25 | Q62702-C636-S2 | 89 BD 828-10 Q62702-D941 101
BCX 75-40 | Q62702-C636-S3 | 89 BD 829 Q62702-D972 98
BCX 76 Q62702-C637 89 BD 829-6 Q62702-D942 98
BCX76-16 | Q62702-C637-S1| 89 BD 829-10 Q62702-D943 98
BCX 76-25 Q62702-C637-S2| 89 BD 830 Q62702-D973 101
BCX76-40 | Q62702-C637-S3| 89 BD 830-6 Q62702-D944 101
BCX 78 Q62702-C717 93 BD 830-10 Q62702-D945 101
BCX 78 Vi Q62702-C626 93 BF 420 Q62702-F531 106
BCX 78 VIl | Q62702-C627 93 BF 421 Q62702-F532 110
BCX 78 IX Q62702-C628 93 BF 422 Q62702-F495 106
BCX78 X Q62702-C629 93 BF 423 Q62702-F496 110
BCX 79 Q62702-C718 93 BF 857 Q62702-F623 114
BCX79 VIl | Q62702-C631 93 BF 859 Q62702-F625 114
BCX 79 IX Q62702-C632 93

BF 869 Q62702-F592 118
BCX 79 X Q62702-C633 93

BF 870 Q62702-F602 122
BD 825 Q62702-D968 98

BF 871 Q62702-F593 118
BD 825-6 Q62702-D932 98

BF 872 Q62702-F603 122
BD 825-10 Q62702-D933 98

BF 881 Q62702-F783 118
BD 825-16 Q62702-D934 98
BD 826 Q62702-D969 101 |8 BFP22 Q62702-F621 126
BD 826-10 | Q62702-D936 101 BFP 25 Q62702-F721 126
BD 826-16 | Q62702-D937 101 BFP 26 Q62702-F722 130
BD 827 Q62702-D970 98

B = Schwerpunkttyp
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Bezeichnungsschema

Der ,européaische” Typenschliissel nach Pro Electron verwendet zur Typenkennung zwei
Buchstaben (Material- und Anwendungsklassen) und weitere drei oder mehr fortlaufende
Registrierkennzeichen.

Der erste Buchstabe beschreibt das Halbleitermaterial:

A. Germanium (oder anderes Material mit Bandabstand 0,6...1,0 eV)

B. Silizium (oder Bandabstand 1,0...1,3 eV)

C. lll-V-Material, z. B. Gallium-Arsenid (oder Bandabstand von mehr ais 1,3 eV)
D. Material mit Bandabstand von weniger als 0,6 eV, z. B. Indium-Antimon

R. Halbleiterverbindungen fir Photo- und Hall-Effektanwendungen

Der zweite Buchstabe beschreibt den Anwendungsbereich:

. Signal-Diode, kleinste Leistung

. Kapazitatsdiode

. NF-Kleinsignaltransistor, Ry,,c 215 K/W

. NF-Leistungstransistor, Ry, ,c <15 K/W

. Tunneldiode

HF-Kleinsignaltransistor, Ry, ,c 215 K/W

. Bauelementekombination, Array, Multichip

. Hallsonde

HF-Leistungstransistor, Ry, ,c <15 K/W

. Optokoppler

. Strahlungsempfanger, z. B. Photoelement

. Strahlungssender, z. B. Lumineszenzdiode

. Schaltelement kleiner Leistung mit Thyristorcharakter, Ry, ,c 215 K/W
Schalttransistor kleiner Leistungen, Ry, ,c 215 K/W

. Schaltelemente hoher Leistung mit Thyristorcharakter, Ry, ,c <15 K/W
. Schalttransistor hoher Leistung, Ry,,c <15 K/W

. Frequenzvervielfacherdiode

. Leistungsgleichrichterdiode

. Spannungsbegrenzerdiode, Z-Diode, Referenzelement

Die laufende Registriernummer besteht bei Bauelementen, die fur Gerate der ,Unterhaltungs-
elektronik” entwickelt wurden, aus drei Ziffern (z. B. BC 547), bei Bauelementen, die
vorzugsweise in Geraten der ,professionellen” Elektronik eingesetzt werden, aus einem
Buchstaben und zwei Ziffern (z. B. BCX 58).

Ein Zusatzbuchstabe zur Registriernummer wird zur Definition einer mechanischen oder
elektrischen Variante verwendet.
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Typenstempel

Auf jedes Bauelement wird die volle Typenbezeichnung, der Herstelldatumscode (Jahr/
Monat nach DIN 41314.1 oder Jahr/Woche nach DIN 41314.2 bzw. EIA) und das Hersteller-
kennzeichen (§ bzw. S) aufgedruckt, in Sonderféllen (mangels Platz, Sonderspezifikationen
usw.) werden besondere Codezeichen verwendet.

Bestellnummer

Die Bestellnummer ist im jeweiligen Datenblatt angegeben. Auf besonderen Liefervertragen
basierende Sonderausfiihrungen erhalten eigene Bestellnummern. Die Bestellnummer flr
gegurtete Ausfihrungen erhalten sie auf Anfrage.
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Erlduterungen der Datenblattwerte

Grenzwerte

Die angegebenen Grenzwerte sind eigenstdndige Absolutwerte der Bauelemente-Belast-
barkeit, bei deren Uberschreiten eine Zerstérung des Bauelementes oder eine nachhaltige
Beeintrachtigung seiner Daten bzw. Funktionen zu erwarten ist. Bei Bauelementeprifungen,
etwa der Durchbruchspannung, wie auch beim Einsatz, muB durch geeignete MaBnahmen
ein Uberschreiten der Grenzwerte zuverlassig verhindert werden.

Kennwerte

Typische Kennwerte charakterisieren den Bauelementetyp unter definierten Betriebs-
bedingungen in Zahlen und Diagrammen; sie sind nicht als Werte jedes einzelnen Exemplares
aufzufassen. Die aus wichtigen Qualitats- oder Anwendungserfordernissen angegebenen
Minimal- und Maximalwerte bezeichnen den tatsdchlichen Streubereich der Kennwerte;
in Diagrammen eingetragene Streukurven in der Regel den Uberwiegend zu erwartenden
Streubereich. Die elektrischen Kennwerte sind fallweise nach Gleichstromwerten (, statisch”)
und Wechselstromwerten (,dynamisch”) gruppiert.

Warmewiderstand

Als eng mit der Belastbarkeit gekoppelter Kennwert ist der Warmewiderstand als oberer
Streuwert unmittelbar nach den Grenzwerten angeordnet. Die in den Datenblattern ange-
gebenen Maximalwerte werden gegen ruhende Umgebungsluft bei nur geringer Wéarme-
ableitung durch die Anschllisse bestimmt und gelten ohne weiteres fur die Ublichen
Einbauarten.

Gehadusewerte

Die Gehausewerte sind durch Hinweis auf Normenblatter oder MaBzeichnungen definiert;
die Verpackungsform wird als nicht bauelemente-typische Angabe nur in Sonderféllen im
Datenblatt genannt (etwa als Bestellnummer-Variante).
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Angaben zur Qualitat

Lieferqualitat [2]

Die Lieferqualitat ist die Ubereinstimmung der in diesem Datenbuch publizierten tech-
nischen Merkmale der Bauelemente wie Grenzwerte und Streugrenzen der Kennwerte zum
Zeitpunkt der Lieferung.

Annehmbare Qualitatgrenziage (AQL)

Zur Beurteilung der annehmbaren Qualitatsgrenziage von Lieferiosen erfoigen stichproben-
weise Uberprifungen der qualitativen Merkmale (Attribute), denen AQL-Werte zugrunde
gelegt sind. Als Grundlage fur die Attributprifung dienen die Einfach-Stichprobenplane
fur normale Priifung. Hauptprifniveau Il nach DIN 40080 (oder IEC 410, MIL-STD-105D).

Fehlerklassen [1]

Ein Fehler liegt vor, wenn ein Bauelementemerkmal nicht den Angaben im Datenbuch bzw.
Datenblatt entspricht. Die Fehler werden nach Art und AusmaB klassifiziert.

@ Ein Totalfehler (elektrisch und mechanisch) beschreibt den Zustand eines Bauelements,
der jede funktionsgeméBe Verwendung ausschlieBt.

@ Fehler von geringerer Bedeutung unterteilen sich in
-Summe der elektrischen Fehler und
-Summe der mechanischen Fehler.

AQL-Tabelle AQL
Totalfehler (mechanisch und elektrisch) 0.1
Summe Fehler statischer (Gleichstrom-)Daten 0.4
Fehler dynamischer (Wechselstrom-)Daten 1.5
Summe Fehler an Gehausen und Zuleitungen 0.4

AQL-Werte beschreiben nicht die tatsachliche Qualitat der einzelnen Lieferlose, sondern
bestimmen bei Anwendung der Stichprobenpléne die Annahme oder Riickweisung.

Der durchschnittliche Anteil fehlerhafter Bauelemente eines Lieferloses liegt im allgemeinen
unter den vereinbarten AQL-Werten.

[1]1 Qualitatsbegriffe fur elektronische Bauelemente (Bestellnummer B9-B3466)
[2] Bauelemente; Gesicherte Qualitat zum Nutzen fur den Anwender (Bestellnummer B9-B3583)
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Gehausebauformen

Kunststoffgehaduse: TO 92
Gewicht: ca. 0,25 g

in-line gekropft
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Kunststoffgehaduse: TO 202
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Verpackung

Jede Verpackungseinheit reguléarer Lieferungen tragt Aufdrucke mit Informationen tber:
Hersteller, Typ, Anzahl, Herstelldatum und -ort, sowie Loszugehorigkeit. Diese flur den Inhalt
verbindlichen Angaben kennzeichnen im Klartext insbesondere Typen, deren Bauformen
keine ausfuhrliche Bestempelung zulassen und sind zur Rickmeldung wichtig, sollten
einmal Reklamationen nétig sein.

TO 202-Kunststoffgehause

Wird als Schittgut in Pappschachteln geliefert. Gehduse mit gebogenem AnschluBblech
sind auf Anfrage lieferbar.

TO 92-Kunststoffgehduse

Neben der Schittgutverpackung wird das TO 92-Gehause gegurtet geliefert. Die zusatz-
lichen Bestellbezeichnungen sind aus der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Die GurtmaBe entsprechen den DIN-IEC-Normen-Vorschlégen. Die Anschlisse sind symme-
trisch entsprechend dem in-line-RastermaB 200 mil, auf 5 mm gekropft (duBere Anschllsse).

ol ——‘ 127
- 3& & & o io —O—0O—0O—0O—0O—£6:88
- T T RastermaB3 5,08 _Abrollrichtung
wn M g M ! % —(O0—0O0——C0—C0O—C0O—E629
Zusatzkennung | Verpackungseinheit Karton
E6288 1500 StﬁCk 3000 StUCk Typenkennzeichnung
(pro Rolle) (pro Karton,
=2 Rollen)
310
P18
E6296 1500 Stick 3000 Stuck /
(pro Rolle) (pro Karton, Abrollung
=2 Rollen) von oben |
gesehen —~| |<35max
Regelmdfiges Achteck
E6325 Ammopack 100 Stuck
(Zick-Zack- (pro Karton)
Lagen)
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Verarbeitungshinweise

Mechanische Beanspruchung

Bei Zurichtung und Einbau ist auf die Freiheit der Teile vor mechanischen Spannungen
zu achten; gefahrdet ist vor allem die Verankerung der Anschliisse im Gehé&use, deren
Lockerung Bauelementeausfall erwarten 14Bt.

@ Abbiegen der Anschllsse erfordert eine mechanische Entlastung zwischen Biegestelle
und Gehd&use. Direkt am Gehause ansetzendes Biegen ist zu vermeiden.

@ Bandférmige Anschliisse sollen nicht in Bandebene gebogen werden.
@® Wiederholtes Biegen an der gleichen Stelle ist unzuléssig.

Lo6ten

Beim Loéten ist auf verspannungsfreie Fixierung des Bauelementes vor dem Létvorgang zu
achten.

Die Bauteile durfen beim Létvorgang nicht unzulédssig hohen Temperatur-Zeit-Belastungen
ausgesetzt werden; die folgende Tabelle gibt entsprechende Hinweise.

Zuldssige L6tbeanspruchung

Freie AnschluBliange 0,5 mm 1,5 mm 5 mm
Lottemperatur: 245°C 4s 5s 10s
Lottemperatur: 260 °C 3s 5s 5s
Kolbenlétung: 300°C 25s 3s 5s
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NF-Transistoren




Silizium-NPN-NF-Transistoren

BC 167
...BC 169

@® Hohe Stromverstarkung

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

@ Komplementiare PNP-Typen: BC 257, BC 258, BC 259

TO 92-Kun

ststoffgehause

Gewicht: ca. 0,25 g

Typ Bestelinummer | Typ Bestelinummer | Typ | Bestelinummer
BC 167 Q62702-C706 BC 168 C62702-C707 BC 169 Q62702-C708
BHBC 167 A | Q62702-C74 BC 168 A | Q62702-C76 BC 169 B | Q62702-C79
BBC 167 B | Q62702-C75 BC 168 B | Q62702-C77 BC 169 C | Q62702-C80
BC 168 C | Q62702-C78
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol BC 167 BC 168 BC 169 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 45 20 20 \'
Kollektor-Basis-Spannung Veso 50 30 30 \
Emitter-Basis-Spannung Veso 6 5 5 \"
Kollektorstrom Ic 100 mA
Kollektorspitzenstrom Iy 200 mA
Basisspitzenstrom Iy, 200 mA
Gesamtverlustleistung Pt 500 mW
Ta=25°C
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tt —65...4+150 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinua £250 K/W
Sperrschicht-Gehause Rinsc <150 K/W
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BC 167

...BC 169
Kennwerte
bei T, =25°C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Visriceo
IC =2mA
BC 167 45 — - \
BC 168 20 - - \Y
BC 169 20 - - \
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung ViericBo
I.=10 pA
BC 167 50 - - \
BC 168 30 - - \
BC 169 30 - - \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vierieso
Ie=1pA BC 167 6 - - Vv
BC 168, BC 169 5 - - \"
Kollektor-Basis-Reststrom Igo
Veg =30V - - 15 nA
Veg=30V, T,=150°C - - 4 KA
Stromverstarkung hee
I =10 pA; Ve =5V
BC 167 A, BC 168 A - 920 — -
BC 167 B,BC 168 B, BC 169 B - 150 | — -
BC168C,BC169C - 270 | — -
Ic=2mA; V=5V
BC 167 A, BC 168 A 110 | 180 | 220 -
BC 167 B,BC 168 B,BC 169 B 220 | 290 | 450 -
BC 168 C,BC 169 C 420 | 520 | 800 -
Kollektor-Emitter-Séattigungsspannung’) Veesat
I.= 10mA; I[g=0,5mA - 90 250 mV
I. =100 mA, [y=5mA - 200 | 600 mV
Basis-Emitter-Sattigungsspannung?) Viesat
I.= 10mA; I;=05mA - 700 | — mV
I =100 mA; Iy =5 mA - 900 | — mV
Basis-Emitter-Spannung V&E (on)
Ic= 2mA; V=5V 580 | 660 | 700 mV
Ic=10mA; Ve =5V - - 770 mV

1) Pulstest: <300 pus, D<2%
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BC 167

...BC 169
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. Einheit
Transitfrequenz fr - 200 | — MHz
I.=20mA, Ve =5V, f=100 MHz
Ausgangskapazitat Cob — 3 - pF
Veg=10V, f=1 MHz
Eingangskapazitat Cio - 8 - pF
Veg=0,5V,f=1MHz
KurzschluB-Eingangswiderstand hyie
Ic=2mA V=5V, f=1kHz
BC 167 A, BC 168 A - 27 | — kQ
BC 167 B, BC 168 B, BC 169 B - 45 | — kQ
BC 168 C,BC 169 C — 87 | — kQ
Leerlauf-Spannungsrickwirkung hize
Ic=2mA, Veg=5V,f=1kHz
BC 167 A, BC 168 A - 1,5 | — 104
BC 167 B, BC 168 B, BC 169 B - 2 - 104
BC 168 C,BC 169 C - 3 - 104
KurzschluB-Vorwértsstromverstarkung hyye
Ic=2mA, Vg =5V, f=1kHz
BC 167 A, BC 168 A - 200 | — -
BC 167 B,BC 168 B, BC 169 B - 330 | — -
BC 168 C,BC 169 C - 600 | — -
Leerlauf-Ausgangsleitwert hooe
Ic=2mA, Veg=5V,f=1kHz
BC 167 A, BC 168 A - 18 - puS
BC 167 B, BC 168 B, BC 169 B - 30 - uS
BC 168 C,BC 169 C - 60 - uS
Rauschzahl F
I.=02mA, Voe=5V,Rg =2 kQ
f=1kHz, Af=200 Hz
BC 167,BC 168 - 2 - dB
BC 169 - 1 4 dB

Kennlinien siehe BC 546...BC 550
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Silizium-NPN-NF-Transistoren BC 182
BC 183

@ Hohe Stromverstarkung
@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
@ Komplementire PNP-Typen: BC 212, BC 213 B

3
ﬁ

TO 92-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ Bestellnummer Typ I Bestelilnummer
BC 182 Q62702-C455 BC 183 Q62702-C833
BC 182 A | Q62702-C372 BC 183 A Q62702-C388
BC 182 B | Q62702-C373 BC 183 B Q62702-C387

BC 183C Q62702-C524

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BC 182 | BC 183 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 50 30 Vv
Kollektor-Basis-Spannung Veeo 60 45 \Y
Emitter-Basis-Spannung Veso 6 \
Kollektorstrom I 100 mA
Kollektorspitzenstrom Iom 200 mA
Basisspitzenstrom Iy 200 mA
Emitterspitzenstrom Iy 200 mA
Gesamtverlustleistung Pt 500 mWwW
T,=25°C

Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rihaa <250 K/W
Sperrschicht-Gehause Rinuc <150 K/W
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BC 182

BC 183
Kennwerte
bei T, =25°C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Viericeo
IC =2 mA
BC 182 50 - - Vv
BC 183 30 - - \
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Viericeo
I.=10pA
BC 182 60 - - \
BC 183 45 - - Vv
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vigr)eso 6 - - Vv
I:=1pA
Kollektor-Basis-Reststrom Iego
Ve =50V - - 15 nA
Veg =50V, T,=150°C - - 4 pA
Stromverstarkung hee
Io.=10pA; Vee=5V
BC 182 A, BC 183 A - 90 - -
BC 182 B,BC 183 B - 150 | — -
BC 183C - 270 | — -
Ic=2mA; V=5V
BC 182 A, BC 183 A 110 | 180 | 220 -
BC 182 B, BC 183 B 200 | 290 | 450 -
BC 183C 420 | 520 | 800 -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung') VeEsat
I.= 10mA; Iz=05mA - 75 250 mV
I. =100 mA; I =5mA - 200 | 600 mV
Basis-Emitter-Sattigungsspannung’) VaEsat
I.= 10mA; Iz=0,5mA — 700 | — mV
I, =100 mA; I;=5mA - 900 | — mV
Basis-Emitter-Spannung Vaeon)
Io= 2mA; V=5V 580 | 660 | 700 mV
Io=10mA; V=5V - - 770 mV

') Pulstest: <300 ps, D<2%
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BC 182

BC 183
Dynamischg Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz fr — 200 | — MHz
Io=20mA, Ve =5V, f=100 MHz
Ausgangskapazitit Copb - 3 - pF
Veg =10V, f=1MHz
Eingangskapazitat Ci - 8 - pF
Veg=0,5V, f=1MHz
KurzschluB-Eingangswiderstand hyte
I.=2mA, Ve =5V, f=1kHz
BC 182 A, BC 183 A — 2,7 - kQ
BC 182 B, BC 183 B - 45 | — kQ
BC 183 C - 87 | — kQ
Leerlauf-Spannungsrickwirkung hyse
Ic=2mA, Vgg=5V,f=1kHz
BC 182 A, BC 183 A - 1,56 | — 1074
BC 182 B, BC 183 B - 2 - 1074
BC 183C - 3 - 10-4
KurzschluB-Vorwartsstromverstéarkung hoie
Ic=2mA, Vg =5V, f=1kHz
BC 182 A, BC 183 A - 200 | — —
BC 182 B,BC 183 B - 330 | — —
BC 183C - 600 | — -
Leerlauf-Ausgangsleitwert haze
Ic=2mA, V=5V, f=1kHz
BC 182 A, BC 183 A - 18 - pS
BC 182 B,BC 183 B - 30 - pS
BC 183C - 60 - uS
Rauschzahl F - 2 - dB
I.=02mA, Ve =5V,Rs=2kQ
f=1 kHz,4f =200 Hz

Kennlinien siehe BC 546...BC 550
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Silizium-PNP-NF-Transistoren

BC 212
BC 213

@® Hohe Stromverstarkung

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
® Komplementare NPN-Typen: BC 182, BC 183

EB; C

TO 92-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ t Bestelinummer Typ ‘ Bestelinummer
BC 212 Q62702-C242 BC 213 Q62702-C564
BC 212 A | Q62702-C374-V1 BC 213 A Q62702-C1159
BC212B | Q62702-C374-V2 | BC213B Q62702-C1160

BC213C Q62702-C1158
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol | BC 213 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo ! 30 \
Kollektor-Basis-Spannung Veso 45 \
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 \Y
Kollektorstrom c 100 mA
Kollektorspitzenstrom Iem 200 mA
Basisspitzenstrom Iy, 200 mA
Emitterspitzenstrom EM 200 mA
Gesamtverlustleistung Piot 500 mw
Ta=25°C
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tetg —65...+150 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rina £250 K/W
Sperrschicht-Gehéuse Rinuc <150 K/W
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BC 212

BC 213
Kennwerte
bei T, =25 °C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Viericeo
IC =2 mA
BC 212 50 - - \
BC 213 30 - - \
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung VisricBo
Io.=10pA
BC 212 60 - - \
BC 213 45 - - \"
Emitter-Basis-Durchbruchspannung VisrjEBO 5 - - \
IE =1 p.A
Kollektor-Basis-Reststrom Iogo
Veg=30V - - 15 nA
Vog=30V, T,=150°C - - 4 pA
Stromverstérkung hee
Ic=10 pA; Ve =5V
BC212A,BC213A - 90 — -
BC212B,BC213B - 150 | — -
BC213C - 270 | — -
Io=2mA; Ve =5V
BC212A,BC213A 125 | 180 | 250 -
BC212B,BC213B 220 | 290 | 475 -
BC213C 420 | 520 | 800 -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung?) Veesat
I.= 10mA; [;=05mA - 75 300 mV
I;=100 mA, I;=5mA - 250 | 650 mV
Basis-Emitter-Sattigungsspannung?) Viesat
I.= 10mA; I3=0,5mA - 700 | — mV
I =100 mA; I;=5mA - 930 | — mV
Basis-Emitter-Spannung Vee(on)
Ic= 2mA; Vee=5V 600 | 650 | 750 mV
Io=10mA; Vg =5V - - 820 mV

1) Pulstest: <300 pus, D<2%
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BC 212

BC 213
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. Einheit
Transitfrequenz fr - 250 | — MHz
I =20 mA, Ve =5V, f=100 MHz
Ausgangskapazitat Cop - 4 - pF
Veg=10V, f=1MHz
Eingangskapazitat Cio - 10 - pF
Veg=0,5V, f=1MHz
KurzschluB-Eingangswiderstand hy1e
Ic=2mA, Veg=5V,f=1kHz
BC212A,BC213A — 27 | — kQ
BC212B,BC213B - 45 | — kQ
BC213C - 87 | — kQ
Leerlauf-Spannungsrickwirkung hyze
Ic=2mA, Vee=5V,f=1kHz
BC212A,BC213A - 1.5 | — 104
BC212B,BC213B - 2 - 104
BC213C - 3 - 10-4
KurzschluB-Vorwértsstromverstarkung hoye
Ic=2mA, V=5V, f=1kHz
BC212A,BC213A - 200 | — -
BC212B,BC213B - 330 | — -
BC213C - 600 | — -
Leerlauf-Ausgangsleitwert hose
Ic=2mA, Ve =5V, f=1kHz
BC212A,BC213A - 18 - uS
BC212B,BC213B - 30 - uS
BC213C - 60 - pS
Rauschzahl F - 2 - dB
I.=02mA, Veg=5V,Rs=2kQ
f=1kHz,Af=200 Hz

Kennlinien siehe BC 556...BC 560
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Silizium-NPN-NF-Transistoren

BC 237

...BC 239

@® Hohe Stromverstarkung

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
@® Komplementire PNP-Typen: BC 307, BC 308, BC 309

TO 92-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ Bestelinummer| Typ Bestellnummer | Typ Bestelinummer
BC 237 Q62702-C697 BC 238 Q62702-C698 | BC 239 Q62702-C699
BBC 237 A | Q62702-C276 BC 238 A | Q62702-C278 | BC 239B | Q62702-C281
HBC 237 B | Q62702-C277 |HBC 238B | Q62702-C279 |HBC 239 C | Q62702-C282
BBC 238C | Q62702-C280
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol BC237 | BC238 | BC239 | Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 45 20 20 Vv
Kollektor-Basis-Spannung cB0O 50 30 30 \'
Emitter-Basis-Spannung Veso 6 5 5 \"
Kollektorstrom I 100 mA
Kollektorspitzenstrom Iow 200 mA
Basisspitzenstrom Tgy 200 mA
Emitterspitzenstrom EM 200 mA
Gesamtverlustleistung ot 500 mwW
T,=25°C
Sperrschichttemperatur T, 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinua =250 K/W
Sperrschicht-Geh&ause | <150 K/W
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BC 237

...BC 239
Kennwerte
bei T, =25 °C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vieryceo
I-=2mA
BC 237 45 - - \
BC 238 20 - - \
BC 239 20 - - Vv
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Viericeo
I.=10pA
BC 237 50 - - \
BC 238 30 - - Vv
BC 239 30 - - \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung VierjEBO
Ie=1pA BC 237 6 - - Vv
BC 238, BC 239 5 - — Vv
Kollektor-Basis-Reststrom Icgo
Vg =30V - - 15 nA
Veg =50V - - 15 nA
Veg =30V, T,=150°C - - 4 RA
Veg =50V, T,=150°C - - 4 pA
Stromverstérkung hee
Ic=10 pA; Veg=5V
BC 237 A, BC 238 A - 90 - -
BC 237 B, BC 238 B, BC 239 B - 150 | — -
BC 238C,BC239C — 270 | — -
Ic=2mA; V=5V
BC 237 A, BC 238 A, BC 239 A 110 | 180 | 220 -
BC 237 B, BC238B,BC239B 200 | 290 | 450 -
BC 238C,BC239C 420 | 520 | 800 -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung’) VecEsat
I.= 10mA; Iz=05mA - 90 250 mV
Ic =100 mA; I;=5mA - 200 | 600 mV
Basis-Emitter-Sattigungsspannung’) VaEsat
I.= 10mA; Ig=0,5mA - 700 | — mV
I =100 mA; I;=5mA - 900 | — mV
Basis-Emitter-Spannung Vee(on)
Ic= 2mA; Ve =5V 580 | 660 | 700 mV
I =10 mA; Veg=5V — - 770 mV

1) Pulstest: <300 us, D<2%

28



BC 237

...BC 239
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz fr — 200 | — MHz
I;=20 mA, Ve =5V, f=100 MHz
Ausgangskapazitat Cop - 3 - pF
Veg =10V, f=1 MHz
Eingangskapazitat Ciy - 8 - pF
Veg=0,5V, f=1MHz
KurzschluB-Eingangswiderstand hyse
Ic=2mA, Vg =5V, f=1kHz
BC 237 A,BC 238 A - 27 | — kQ
BC 237 B, BC 238 B, BC 239 B - 45 | — kQ
BC 238 C,BC239C - 87 | — kQ
Leerlauf-Spannungsruckwirkung hioe
Ic=2mA, Vg =5V, f=1kHz
BC 237 A, BC 238 A - 1.5 | — 10-4
BC 237 B, BC 238 B, BC 239 B - 2 — 104
BC238C,BC239C - 3 - 104
KurzschluB-Vorwartsstromverstarkung hye
Ic.=2mA, Ve =5V, f=1kHz
BC 237 A, BC 238 A - 200 | — —
BC 237 B, BC 238 B, BC 239 B - 330 | — -
BC238C,BC239C - 600 | — -
Leerlauf-Ausgangsleitwert hjse
Ic=2mA, Vge=5V, f=1kHz
BC 237 A, BC 238 A - 18 - uS
BC 237 B, BC 238 B, BC 239 B - 30 - uS
BC238C,BC239C — 60 - usS
Rauschzahl F
I.=02mA, Vg =5V,Rs =2 kQ
f=1 kHz, Af =200 Hz BC 239 - 1,2 | 4 dB
Ic=02mA, Vee=5V,Rs=2kQ
f=1kHz,Af =200 Hz BC 237, BC 238 - 2 - dB

Kennlinien siehe BC 546...BC 550
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Silizium-PNP-NF-Transistoren

BC 257

..BC 259

@ Hohe Stromverstarkung

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
@® Komplementiare NPN-Typen: BC 167, BC 168, BC 169

C

avt

:

@
m

TO-92-Kunststoffgeh&duse
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ Bestellnummer | Typ Bestellnummer | Typ Bestellnummer
BC 257 Q62702-C700 BC 258 Q62702-C701 BC 259 Q62702-C702
HBC 257 A | Q62702-C184 BC 258 A | Q62702-C187 BC 259B | Q62702-C192
HBC 257 B | Q62702-C206 BC 258 B | Q62702-C188 BC 259 C | Q62702-C439
BC 258 C | Q62702-C438
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol BC 257 ‘ BC 258 | BC 259 | Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 45 ‘ 25 ‘ 20 \
Kollektor-Basis-Spannung Veso 50 30 25 Vv
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 Vv
Kollektorstrom I 100 mA
Kollektorspitzenstrom Iy 200 mA
Basisspitzenstrom Ign 200 mA
Emitterspitzenstrom Iem 200 mA
Gesamtverlustleistung Pt 500 mwW
Ta=25°C
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinsa £250 K/W
Sperrschicht-Gehéuse Rinuc £150 K/W
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BC 257

...BC 259
Kennwerte
bei T, =25°C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Viericeo
I.=2mA
BC 257 45 - - \
BC 258 25 - - \
BC 259 20 - - \
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Vigr)cBo
I.=10pA
BC 257 50 - - \Y
BC 258 30 - - \
BC 259 25 - - Vv
Emitter-Basis-Durchbruchspannung V(sriEBO 5 - - \
Ie=1uA
Kollektor-Basis-Reststrom Igo
Veg=30V - - 15 nA
Veg =30V, T,=150°C - - 4 pHA
Stromverstarkung hee
Ic=10pA; Ve =5V
BC 257 A, BC 258 A - 920 - -
BC 257 B, BC 258 B, BC 259 B - 150 | — -
BC 258 C,BC 259 C - 270 | — -
Io.=2mA; V=5V
BC 257 A, BC 258 A 125 | 180 | 250 -
BC 257 B, BC 258 B, BC 259 B 220 | 290 | 475 -
BC 258 C,BC 259 C 420 | 520 | 800 -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung') Veesat
I.= 10mA; [;=0,5mA - 75 300 mV
I;=100 mA, [y=5mA - 250 | 650 mV
Basis-Emitter-Sattigungsspannung') VaEsat
Io= 10mA; I;=0,5mA - 700 | — mV
Ic=100 mA; [y=5 mA - 930 | — mV
Basis-Emitter-Spannung Vee(on)
Io= 2mA; V=5V 600 | 650 | 750 mV
I.=10mA; Ve =5V - - 820 mV

') Pulstest: <300 pus, D<2%
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BC 257

...BC 259
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz fr - 250 | — MHz
I =20 mA, Ve =5V, f=100 MHz
Ausgangskapazitat Cop - 4 - pF
Veg=10V,f=1MHz
Eingangskapazitat Ci, - 10 - pF
Veg=0,5V,f=1MHz
KurzschluB-Eingangswiderstand hyie
Ic=2mA V=5V, f=1kHz
BC 257 A, BC 258 A — 27 | — kQ
BC 257 B, BC 258 B, BC 259 B - 45 | — kQ
BC 258 C,BC 259 C - 87 | — kQ
Leerlauf-Spannungsrickwirkung hise
Ic=2mA, Ve =5V, f=1kHz
BC 257 A, BC 258 A - 1.5 | — 104
BC 257 B, BC 258 B, BC 259 B - 2 - 104
BC 258 C,BC 259 C - 3 - 104
KurzschluB-Vorwértsstromverstarkung hye
Ic=2mA, Vgg=5V,f=1kHz
BC 257 A, BC 258 A - 200 | — -
BC 257 B, BC 258 B, BC 259 B - 330 | — -
BC 258 C,BC 259 C - 600 | — -
Leerlauf-Ausgangsleitwert hyoe
Ic=2mA, Vog=5V,f=1kHz
BC 257 A, BC 258 A - 18 - puS
BC 257 B, BC 258 B, BC 259 B - 30 - uS
BC 258 C,BC 259 C - 60 - uS
Rauschzahl F
I.=02mA, Voe=5V, Rg=2kQ
f=1 kHz, Af=200 Hz
BC 257, BC 258 - 2 - dB
BC 259 - 1 4 dB

Kennlinien siehe BC 556...BC 560
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Silizium-PNP-NF-Transistoren

BC 307

..BC 309

@ Hohe Stromverstarkung

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
® Komplementire NPN-Typen: BC 237, BC 238, BC 239

E B; C

TO 92-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ Bestelinummer Typ Bestelinummer | Typ Bestelinummer
BC 307 Q62702-C703 BC 308 | Q62702-C704 | BC 309 Q62702-C705
EHBC 307 A | Q62702-C283 BC 308 A| @62702-C285 | BC309B | Q62702-C289
BBC 307 B | Q62702-C324 |8 BC 308 B| Q62702-C286 | BC 309C | Q62702-C323
H BC 308 C| Q62702-C393
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol BC 307 | BC308 | BC309 | Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 45 ‘ 25 t 20 \
Kollektor-Basis-Spannung Veeo 50 30 25 v
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 \"
Kollektorstrom I 100 mA
Kollektorspitzenstrom Iy 200 mA
Basisspitzenstrom Iy 200 mA
Emitterspitzenstrom EM 200 mA
Gesamtverlustleistung ot 500 mwW
T,=25°C
Sperrschichttemperatur T ) 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinua £250 K/W
Sperrschicht-Geh&use Rinsc <150 K/W

33



BC 307

...BC 309
Kennwerte
bei T, = 25 °C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Viericeo
I-=2mA
BC 307 45 - - \'%
BC 308 25 - - \'
BC 309 20 - - \Y
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Vigricso
BC 307 50 - - \'
BC 308 30 - - \%
BC 309 25 - - Vv
Emitter-Basis-Durchbruchspannung VigrjeBo 5 - — \"
Ie=1pA
Kollektor-Basis-Reststrom Iogo
Veg =50 V BC 307 - - 15 nA
Vg =30V BC 308 - - 15 nA
Veg=25V BC 309 - - 15 nA
Veg=50V, T,=150°C BC 307 - - 4 pA
Veg=30V, T,=150°C BC 308 - - 4 A
Veg =25V, T,=150°C BC 309 - - 4 pA
Stromverstarkung hee
I =10 pA; Vg =5V
BC 307 A, BC 308 A - 90 | — -
BC 307 B, BC 308 B, BC 309 B - 150 | — -
BC 308 C,BC 309 C - 270 | — -
I.=2mA; Vgg=5V
BC 307 A, BC 308 A, BC 309 A 125 | 180 | 250 -
BC 307 B, BC 308 B, BC 309 B 220 | 290 | 475 -
BC 308 C,BC 309 C 420 | 520 | 800 -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung’) Veesat
I.= 10mA; Iz=05mA - 75 300 mV
Ic =100 mA; [y=5mA — 250 | 650 mV
Basis-Emitter-Sattigungsspannung’) Viesat
I.= 10mA; I;=05mA - 700 | — mV
I;=100 mA; Iy =5mA - 930 | — mV
Basis-Emitter-Spannung Vie(on)
Ic= 2mA; V=5V 600 | 650 | 750 mV
Io.=10mA; Vee=5V — — 820 mV

') Pulstest: <300 ps, D<2%
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BC 307

...BC 309
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. Einheit
Transitfrequenz fr - 250 | — MHz
Ic=20mA, Vee=5V, f=100 MHz
Ausgangskapazitat Cob — 4 - pF
Veg=10V, f=1MHz
Eingangskapazitat Cy - 10 —_ pF
Veg=0,5V,f=1MHz
KurzschluB-Eingangswiderstand hyye
Ic=2mA, Veg=5V,f=1kHz
BC 307 A, BC 308 A - 27 | — kQ
BC 307 B, BC 308 B, BC 309 B - 45 | — kQ
BC 308C,BC309C — 87 | — kQ
Leerlauf-Spannungsruckwirkung hyse
Ic=2mA, Vg =5V, f=1kHz
BC 307 A, BC 308 A - 1,6 | — 1074
BC 307 B, BC 308 B, BC 309 B - 2 — 104
BC 308 C,BC 309C - 3 - 10-4
KurzschluB-Vorwartsstromverstarkung hyie
I.=2mA, Vg =5V, f=1kHz
BC 307 A, BC 308 A — 200 | — -
BC 307 B, BC 308 B, BC 309 B - 330 | — -
BC 308 C,BC 309C - 600 | — -
Leerlauf-Ausgangsleitwert hgse
Ic=2mA, Veg=5V, f=1kHz
BC 307 A, BC 308 A - 18 — pS
BC 307 B, BC 308 B, BC 309 B - 30 - uS
BC 308 C,BC309C - 60 - [TRS]
Rauschzahl F
I.=02mA, Vg =5V, Rs =2 kQ
f=1kHz, Af=200 Hz BC 309 - 1 4 dB
BC 307, BC 308 — 2 - dB

Kennlinien siehe BC 556...BC 560
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Silizium-PNP-NF-Transistoren

BC 327
BC 328

@® Hohe Stromverstarkung
@ Hoher Kollektorstrom

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
@® Komplementiare NPN-Typen: BC 337, BC 338

B8

.

TO 92-Kunststoffgehduse
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ Bestellnummer Typ 1 Bestellnummer
BC 327 Q62702-C311 BC 328 Q62702-C312

BHBC 327-16 Q62702-C311-V3 BC 328-16 Q62702-C312-V3

B BC 327-25 Q62702-C311-V4 B BC 328-25 Q62702-C312-V4

BHBC 327-40 Q62702-C311-V2 HBC 328-40 Q62702-C312-V2
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol BC 327 | BC 328 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 45 ‘ 25 \
Kollektor-Basis-Spannung Veso 50 30 Vv
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 \
Kollektorstrom I 800 mA
Kollektorspitzenstrom Iom 1 A
Basisstrom I 100 mA
Basisspitzenstrom Iy 200 mA
Gesamtverlustleistung Pt 625 mwW
T,=25°C
Sperrschichttemperatur T, 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Wéarmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rina <200 K/W
Sperrschicht-Gehéduse Rinsc < 90 K/W
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BC 327

BC 328
Kennwerte
bei T, =25°C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Viericeo
I-=10mA
BC 327 45 - - \Y
BC 328 25 - - \Y
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Visriceo
I. =100 pA
BC 327 50 - - \Y
BC 328 30 — - Vv
Emitter-Basis-Durchbruchspannung VisriEBO 5 - - \
Ie=10pA
Kollektor-Basis-Reststrom Icgo
Veg=25V BC 327 - - 100 nA
Veg=45V BC 328 - - 100 nA
Veg=25V, T,=150°C BC 327 - - 10 pA
Veg=45V, T,=150°C BC 328 - — 10 pA
Emitter-Basis-Reststrom Igo - |- 100 nA
Veg=4V
Stromverstarkung') hee
I =100 mA; Ve =1V
BC 327/16; BC 328/16 100 | 160 | 250 —
BC 327/25; BC 328/25 160 | 250 | 400 -
BC 327/40; BC 328/40 250 | 350 | 630 -
Ic=300mA; Ve =1V
BC 327/16; BC 328/16 60 - - -
BC 327/25; BC 328/25 100 | — - -
BC 327/40; BC 328/40 170 | — - -
Kollektor-Emitter-Séattigungsspannung’) Veesat - — 0,7 Y
I. =500 mA; I;=50 mA
Basis-Emitter-Séattigungsspannung’) VeEsat - - 2 \'
I =500 mA; I =50 mA
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. Einheit
Transitfrequenz fr - 200 | — MHz
I =50mA, Ve =5V, f=20 MHz
Ausgangskapazitat Cob - 12 - pF
Veg =10V, f=1MHz
Eingangskapazitat Ci, - 60 - pF
Veg=0,5V, f=1MHz

') Pulstest: <300 ps, D<2%
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BC 327
BC 328

Gesamtverlustieistung P,,; = f (Ty)

VBE
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BC 327

BC 328
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Silizium-NPN-NF-Transistoren

BC 337
BC 338

@ Hohe Stromverstarkung
@ Hoher Kollektorstrom

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Séattigungsspannung
@® Komplementire PNP-Typen: BC 327, BC 328

TO 92-Kunststoffgehduse
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ Bestelinummer Typ | Bestellnummer

BC 337 Q62702-C313 BC 338 Q62702-C314
HBC 337-16 Q62702-C313-V3 BC 338-16 Q62702-C314-V1
HBC 337-25 Q62702-C313-V1 B BC 338-25 Q62702-C314-V2

HBC 337-40 Q62702-C313-V2 8

BC 338-40

Q62702-C314-V3

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BC 337 I BC 338 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 45 l 25 \"
Kollektor-Basis-Spannung Veso 50 30 \"
Emitter-Basis-Spannung Veeo 5 \
Kollektorstrom I 800 mA
Kollektorspitzenstrom Iy 1 A
Basisstrom I 100 mA
Basisspitzenstrom Igy 200 mA
Gesamtverlustleistung Piot 625 mW
TA=25°C

Sperrschichttemperatur T 150 °c
Lagertemperatur Totg —65...+150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rihsa <200 K/W
Sperrschicht-Geh&use Rinic < 9 K/W
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BC 337

BC 338
Kennwerte
bei T, =25 °C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vier)ceo
I =10 mA
BC 337 45 - - \Y
BC 338 25 — - \Y
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Vigriceo
I, =100 pA
BC 337 50 — - \Y
BC 338 30 - - Vv
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vigr)eBO 5 - - Vv
Ie=10pA
Kollektor-Basis-Reststrom Igo
Veg=25V BC 337 - - 100 nA
Vg =45V BC 338 — — 100 nA
Veg=25V, T,=150°C BC 337 - - 10 pA
Veg =45V, T,=150°C BC 338 - - 10 pA
Emitter-Basis-Reststrom Iego - - 100 nA
Veg=4V
Stromverstarkung') hee
Io=100mA; V=1V
BC 337/16; BC 338/16 100 | 160 | 250 -
BC 337/25; BC 338/25 160 | 250 | 400 -
BC 337/40; BC 338/40 250 | 350 | 630 -
Ic=300mA; Vg =1V
BC 337/16; BC 338/16 60 - - -
BC 337/25; BC 338/25 100 — - -
BC 337/40; BC 338/40 170 | — - -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung’) Veesat - - 0,7 \
I, =500 mA; Iy =50 mA
Basis-Emitter-Sattigungsspannung VaEsat - - 2 \Y
I. =500 mA; I;=50 mA
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. Einheit
Transitfrequenz fr - 170 | — MHz
I.=50mA, Vg =5V, f=20 MHz
Ausgangskapazitat Cob - 8 - pF
Veg =10V, f=1MHz
Eingangskapazitat Cip - 60 - pF
Veg=0,5V, f=1MHz

) Pulstest: <300 ps, D<2%
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BC 337
BC 338

Gesamtverlustleistung P,y =f (Tp) Impulsbelastbarkeit ry, = f (t)

K
1“(’) BC 337,338 A “;:)3 BC 337,338 2
5
i
tot
102 Pl
05 =2
5 7 !
0.2 [ R TIA
o T
05 ==
c 005 2
002 LAl
s ey
g U p
(o
10° @{:‘;é D:i
5 r r
D=0
ol 104 _JJ.JJ“JLML_LMML.JMLLMLLMLLM
o B S
0 50 100 150 °C 10 105 107 102 1072 107" 100 10!
— t
Kollektorstrom [ = f (Vgg) Reststrom Iogo =f (Tp)
Veg=1V Veg =45V
TOA; BC 337,338 3 :OAL BC 337,338 3
F+ =E
5 I/ I;’r 5 - ¥
4
I [Lﬁ Icso 1T 7
50°C 25°C max. A4
2 - S — 3
T” Fritoae === Fas===="
5 - - 5
| N ]
I
Il
10 | 102 =
5 f 5
10° I 0
5 f 5
1
|
S ]
150 °C

- VBE

42



BC 337
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Silizium-NPN-NF-Transistor BC 368

@® Hohe Stromverstarkung

@® Hoher Kollektorstrom

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
@ Komplementarer PNP-Typ: BC 369

TO 92-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ | Bestelinummer
BBC 368 | C62702—C747

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BC 368 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 20 \
Kollektor-Basis-Spannung Veeo 25 \
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 \
Kollektorstrom I 1 A
Kollektorspitzenstrom Ioy 2 A
Basisstrom I 100 mA
Basisspitzenstrom Iy 200 mA
Gesamtverlustleistung Pt 0,8(1) W
Ta=25°C")

Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tog —65...+150 °C
Wiéarmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung?) Rinsa <156 K/W
Sperrschicht-Gehéuse Rinuc £ 60 K/wW

1) Werden die Transistoren mit max. 4 mm langen AnschluBdrahten auf Leiterplatten mit min.
10 mm x 10 mm groBer Kupferflache fir den KollektoranschluB montiert, ist Ry, o = 125 K/W und
damit Poy max) =1 W bei Ty =25°C.
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BC 368

Kennwerte
bei T, =25 °C, wenn nicht anders angegeben

Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Visriceo 20 - - \

IC =30 mA

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung VisricBo 25 — - \
I.=10pA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung VigrjEBO 5 - - \
I.=1puA

Kollektor-Basis-Reststrom Icgo

Veg=25V - - 100 nA
Veg =25V, T,=150°C - - 10 pA
Emitter-Basis-Reststrom Iego - — 10 LA
Veg=5V

Stromverstarkung hee

I.= 5mA; V=10V 50 - - -
I =500 mA; Ve =1V") 63 160 | 400 -
Ie=1A;Vee=1V" 60 - - —
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung’) VeEsat - - 0,5 \Y
I.=1A; I3=100 mA

Basis-Emitter-Spannung') Ve

I;=5mA; V=10V - 06 | — \
Io=1A;Vgg=1V - - 1 \Y
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz fr - 100 | — MHz
Ic=100mA, Ve =5V, f=20 MHz

") Pulstest: <300 ps, D<2%
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BC 368
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Silizium-PNP-NF-Transistor BC 369

@® Hohe Stromverstarkung

@ Hoher Kollektorstrom

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
@® Komplementarer NPN-Typ: BC 368

B C; E

TO 92-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ i Bestellnummer
BBC 369 | C62702-C748

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BC 369 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 20 Vv
Kollektor-Basis-Spannung Veso 25 \"
Emitter-Basis-Spannung Vego 5 \
Kollektorstrom I 1 A
Kollektorspitzenstrom Iy 2 A
Basisstrom Iy 100 mA
Basisspitzenstrom Igm 200 mA
Gesamtverlustleistung Pt 0,8(1) w
Ta=25°C")

Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung') Rinua <156 K/W
Sperrschicht-Gehéause Rinic < 60 K/W

') Werden die Transistoren mit max. 4 mm langen AnschluBdriahten auf Leiterplatten mit min.
10 mm x 10 mm groBer Kupferflache fur den KollektoranschluB montiert, ist Ry, o = 125 K/W und
damit Pyt max) =1 W bei T, =25°C.
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BC 369

Kennwerte
bei T, =25 °C, wenn nicht anders angegeben

Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Viericeo 20 - - \

IC = 30 mA

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Visriceo 25 - - v
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vier)Es0 5 - — \

IE =1 }J,A

Kollektor-Basis-Reststrom Igo

Veg=25V - - 100 nA
Veg =25V, T,=150°C - - 10 pA
Emitter-Basis-Reststrom Iego - — 10 pA
Veg=5V

Stromverstéarkung hee

Ic= 5mA; V=10V 50 - - —
I =500 mA; Vg =1V" 63 160 | 400 —
Ic=1A;Vge=1V") 60 - — —
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung') Veesat - - 0,5 Y
I=1A; I3g=100 mA

Basis-Emitter-Spannung’) Ve

Io=5mA; Vce=10V - 06 | — \
Ic=1AVee=1V - - 1 \Y;
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz fr - 100 | — MHz
Ic =100 mA, Vog =5V, f=20 MHz

1) Pulstest: <300 ps, D<2%
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BC 369

Gesamtverlustleistung P, = f (T)
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BC 369

Kollektorstrom I = f (V)
Veg =1V, T,=25°C

mA
BC 369

10*

wn
™

——

10!

10°

0 0,5 10

VBE

Transitfrequenz f; = f (I¢)
Vee=5V, f=20 MHz

MHz

BC 369
10°

10° mA

Sattigungsspannung Veesa = f (1)
hFE = 10, TA =25 °C

mA
10°
S

BC 369 6
"
//
v 4
01 02 03 04 OS5V

VCE sat

51



Silizium-NPN-NF-Transistoren BC 413
BC 414

@ Hohe Stromverstarkung

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
@ Niedrige Rauschwerte zwischen 30 Hz und 15 kHz
@ Komplementire PNP-Typen: BC 415, BC 416

TO 92-Kunststoffgeh&duse
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ l Bestelinummer i Typ | Bestelinummer

BC 413 Q62702-C375 BC 414 Q62702-C376

BC 413 B | Q62702-C375-V1 BC414B | Q62702-C376-V1

BC 413C | Q62702-C375-V2 |HBC414C | Q62702-C376-V2

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BC413 | BC 414 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung | Veeo 30 ‘ 45 v
Kollektor-Basis-Spannung Veso 45 50 \
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 Vv
Kollektorstrom I 100 mA
Kollektorspitzenstrom Iy 200 mA
Basisspitzenstrom Igy 200 mA
Emitterspitzenstrom Iy 200 mA
Gesamtverlustleistung Piot 500 mW
T,=25°C

Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rihia <250 K/W
Sperrschicht-Gehduse Rinic <150 K/W
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BC 413

BC 414
Kennwerte
bei T, =25 °C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Visryceo
I-=2mA
BC 413 30 - - \
BC 414 45 — - Vv
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Visriceo
BC 413 45 - - \Y
BC 414 50 — - \%
Emitter-Basis-Durchbruchspannung VisriEBO 5 - - \%
IE =1 pA
Kollektor-Basis-Reststrom Icgo
Veg =30V - — 15 nA
Veg=30V, T,=150°C - — 4 pA
Stromverstarkung hee
Io=10 pA; Veg=5V
BC413B,BC414B 100 | 150 | — -
BC413C,BC414C 100 | 270 | — -
Io=2mA; Vee =5V
BC413B,BC414B 200 | 290 | 450 -
BC413C,BC414C 420 | 520 | 800 -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung’) Veesat
Ic= 10mA; Ig=0,5mA - 90 250 mV
I =100 mA, I;=5mA - 200 | 600 mV
Basis-Emitter-Sattigungsspannung’) ViEsat
I.= 10mA; Ig=0,5mA - 700 | — mV
Ic=100 mA; I;=5mA — 900 | — mV
Basis-Emitter-Spannung » Vae(on)
Ic= 2mA; V=5V 580 | 660 | 700 mV
Io=10mA; Vee =5V - - 770 mv

1) Pulstest: <300 us, D<2%
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BC 413

BC 414
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz fr - 200 | — MHz
I. =200 mA, V=5V, f=100 MHz
Ausgangskapazitat Cop - 3 - pF
Veg=10V, f=1MHz
Eingangskapazitat Cip - 8 - pF
Veg=0,5V, f=1MHz
KurzschluB-Eingangswiderstand hye
Ic=2mA, Veg=5V,f=1kHz
BC413B,BC414B - 45 | — kQ
BC413C,BC414C - 87 | — kQ
Leerlauf-Spannungsrickwirkung hyse
Ic=2mA, Vg =5V, f=1kHz
BC413B,BC414B - 2 - 104
BC413C,BC414C - 3 - 104
KurzschluB-Vorwértsstromverstarkung hsqe
Ic=2mA, Veg=5V,f=1kHz
BC413B,BC414B - 330 | — -
BC 413C,BC414C - 600 | — -
Leerlauf- Ausgangsleitwert ha2e
Io=2mA, V=5V, f=1kHz
BC413B,BC414B - 30 - T
BC413C,BC414C - 60 - uS
Rauschzahl F
I.=02mA, Ve =5V, Rs=2kQ
f=1kHz,4f=200 Hz - 1,2 | 4 dB
Rauschspannung E,
I.=02mA, Veg =5V, Rs=2 kQ
f=10Hz...50 Hz - - 0,135 | mV

Testschaltbild fiir Rauschmessung

NF-
Prufling Verstarker Bandma  Rohrenvoltmeter
H 10Hz S0Hz
~
] ~o ]
AHD> HE H o
\r/

Gegenkopplung
(% =konstant)

Kennlinien siehe BC 546...BC 550

54



Silizium-PNP-NF-Transistoren BC 415
BC 416

@® Hohe Stromverstarkung

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
® Niedrige Rauschwerte zwischen 30 Hz und 15 kHz
@ Komplementire NPN-Typen: BC 413, BC 414

TO 92-Kunststoffgehduse
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ Bestelinummer Typ Bestellnummer
BC 415 Q62702-C377 BC 416 Q62702-C378
BC415A | Q62702-C377-V1 BC 416 A | Q62702-C378-V1

BC 415B | Q62702-C377-V2 BC 416 B | Q62702-C378-V2
HBBC 415C | Q62702-C377-V3 |ABC416C | Q62702-C378-V3

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BC 415 | BC 416 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 35 ‘ 45 Vv
Kollektor-Basis-Spannung Veeo 45 50 \Y
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 \Y
Kollektorstrom I 100 mA
Kollektorspitzenstrom Icm 200 mA
Basisspitzenstrom Iy 200 mA
Emitterspitzenstrom Iey 200 mA
Gesamtverlustleistung Pt 500 mW
Ta=25°C

Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rinsa £250 K/W
Sperrschicht-Gehause Rinsc <150 K/W
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BC 415

BC 416
Kennwerte
bei T, = 25°C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Viericeo
I.=2mA
BC 415 35 - - Vv
BC 416 45 - - Vv
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung VisricBO
BC 415 45 - - \
BC 416 50 - - Vv
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vierieso 5 - - \"
Ie=1pA
Kollektor-Basis-Reststrom Iego
Vg =30V - - 15 nA
Veg =30V, T,=150°C - - 4 pA
Stromverstéarkung hee
Io=10 pA; Vg =5V
BC 415A,BC416 A 40 90 - -
BC415B,BC 416 B 100 | 150 | — -
BC 415C,BC 416 C 100 | 270 | — -
Io.=2mA; V=5V
BC 415A,BC416 A 125 | 180 | 250 -
BC415B,BC 416 B 220 | 290 | 475 -
BC 415C,BC 416 C 420 | 520 | 800 -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung’) Veesat
I.= 10mA; I;=05mA - 75 300 mV
I;=100mA; I;=5mA - 250 | 650 mV
Basis-Emitter-Sattigungsspannung’) Viesat
Io= 10mA; I;=05mA - 700 | — mV
I =100 mA; I;=5mA - 930 | — mV
Basis-Emitter-Spannung Vee(on)
Io= 2mA; V=5V 600 | 650 | 750 | mV
I.=10mA; Ve =5V - - 820 mV

1) Pulstest: <300 ps, D<2%
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BC 415

BC 416
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz fr - 250 | — MHz
I.=20mA, V=5V, f=100 MHz
Ausgangskapazitat Cop - 4 - pF
Veg=10V, f=1MHz
Eingangskapazitat Cio - 10 - pF
Veg=0,5V,f=1MHz
KurzschluB-Eingangswiderstand hite
Io=2mA, Vge =5V, f=1kHz )
BC415A,BC416A - 2,7 | — kQ
BC415B,BC 416 B - 45 | — kQ
BC 415C,BC 416 C - 87 | — kQ
Leerlauf-Spannungsriickwirkung hyze
Io=2mA, Vgg=5V,f=1kHz
BC 415A,BC416 A - 16 | — 104
BC 415B,BC 416 B - 2 - 104
BC415C,BC416C - 3 - 10-4
KurzschluB-Vorwartsstromverstarkung hoye
Io=2mA, Vge =5V, f=1kHz
BC 415 A,BC 416 A - 200 | — -
BC 415B,BC 416 B - 330 | — -
BC 415C,BC 416 C - 600 | — -
Leerlauf-Ausgangsileitwert hooe
Ic=2mA, Veg=5V,f=1kHz
BC415A,BC 416 A - 18 - puS
BC 415B,BC 416 B - 30 - puS
BC 415C,BC 416 C - 60 - uS
Rauschzahl F
I =02mA, Vee=5V,Rg =2 kQ
f=1kHz, Af=200 Hz - 1 4 dB
Rauschspannung E,
I.=02mA, Vo =5V, Rg=2kQ
f=10...50 Hz - - 0,110 | mV
Testschaltbild fiir Rauschspannung
Priifling Verstdrker Bandmal NF -Rohrenvoltmeter

Gegenkopplung

(% =konstant)
g —

[‘T@g}_ [> 10HZ§SJOHZ_— @
i

Kennlinien siehe BC 556...BC 560
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Silizium-NPN-NF-Transistoren

BC 546
...BC 550

@ Hohe Stromverstarkung
@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

@ Niedrige Rauschwerte zwischen 30 Hz und 15 kHz
® Komplementire PNP-Typen: BC 556, BC 557,

BC 558, BC 559, BC 560

TO 92-Kunststoffgehduse
Gewicht: ca. 0,25 g
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Typ Bestelinummer Typ Bestelinummer
BC 546 Q62702-C687 HBC548B | Q62702-C689-V2
BC 546 A | Q62702-C687-V1 | HBC548C | Q62702-C689-V3

HBC 546 B | Q62702-C687-V2 BC 549 Q62702-C690
BC 547 Q62702-C688 BC549B | Q62702-C690-V1
BC 547 A | Q62702-C688-V1 | EBC549C | Q62702-C690-V2

HBC 547 B | Q62702-C688-V2 BC 550 Q62702-C691
BC 548 Q62702-C689 BC 550B | Q62702-C691-V1
BC 548 A | Q62702-C689-V1 | HBC550C | Q62702-C691-V2
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol BC 546 BC 547 BC 548 Einheit

BC 550 | BC 549

Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 65 45 30 \"
Kollektor-Basis-Spannung Veso 80 50 30 \
Emitter-Basis-Spannung Veso 6 6 5 \
Kollektorstrom I 100 mA
Kollektorspitzenstrom Iy 200 mA
Basisspitzenstrom Ign 200 mA
Emitterspitzenstrom Tey 200 mA
Gesamtverlustleistung Piot 500 mwW
T,=25°C
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Wa&rmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinia £250 K/W
Sperrschicht-Gehéuse Rinsc £150 K/W




BC 546

...BC 550

Kennwerte

bei T, =25 °C, wenn nicht anders angegeben

Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung VisricEO

Ic=2mA BC 546 65 - - \Y
BC 547, BC 550 45 - - \
BC 548, BC 549 30 - - Vv

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Visriceo

I.=10pA BC 546 80 - - \
BC 547, BC 550 50 - - \"
BC 548, BC 549 30 - — Vv

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vierces

I.=10pA, Vg =0 BC 546 80 - - Vv
BC 547, BC 550 50 - - Vv
BC 548, BC 549 30 - - \"

Emitter-Basis-Durchbruchspannung VisrEBO

Ie=1pA BC 546, BC 547 6 - - Vv
BC 548, BC 549, BC 550 5 - - \Y

Kollaktar_Racie-Ractetrom PR,

Kollektor-Basis-Reststrom Teso

Veg =30V - - 15 nA

Veg=30V, T,=150°C - - 4 pA

Stromverstéarkung hee

Ic=10 uA, VCE=5V

BC 546 A, BC 547 A, BC 548 A - 90 - -

BC546B,BC 547 B,BC548B,BC 549B,BC550B - 150 | — -

BC 547 C,BC 548 C, BC 549 C,BC 550 C - 270 | — —

Ic=2mA; V=5V

BC 546 A, BC 547 A, BC 548 A 110 | 180 | 220 -

BC 546B,BC 547 B,BC 548 B,BC 549B,BC 550B 200 | 290 | 450 -

BC 547 C, BC 548 B, BC 549 C, BC 550 C 420 | 520 | 800 -

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung’) Vegsat

Ic= 10mA; I;=05mA - 920 250 mV

I;=100mA, I;=5mA - 200 | 600 mV

Basis-Emitter-Sattigungsspannung') Vaesat

I.= 10mA; Ig=05mA - 700 | — mV

I.=100mA; [;=5mA - 900 | — mV

Basis-Emitter-Spannung Vae(on)

Io= 2mA; V=5V 580 | 660 | 700 mV

Ic=10mA; Ve =5V — - 770 mV

1) Pulstest: t<300 us, D<2%
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BC 546

...BC 550
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz fr - 200 | — MHz
Io=20mA, Ve =5V, f=100 MHz
Ausgangskapazitét Cop - 3 - pF
Veg =10V, f=1MHz
Eingangskapazitat Ci - 8 - pF
Veg=0,5V, f=1MHz
KurzschluB-Eingangswiderstand hyqe
Ic=2mA, V=5V, f=1kHz
BC 546 A, BC 547 A, BC 548 A - 27 | — kQ
BC546B,BC547B,BC548B,BC549B,BC550B - 45 | — kQ
BC 547 C,BC 548 C,BC 549 C,BC 550 C - 87 | — kQ
Leerlauf-Spannungsrickwirkung hyze
Io=2mA, Vog=45V, f=1kHz
BC 546 A, BC 547 A, BC 548 A - 1,5 | — 104
BC546B,BC547B,BC548B,BC549B,BC550B - 2 - 104
BC 547 C,BC 548 C,BC 549 C,BC 550 C - 3 - 104
KurzschluB-Vorwértsstromverstarkung hyye
Ic=2mA, Vg =5V, f=1kHz
BC 546 A, BC 547 A, BC 548 A - 200 | — -
BC546B,BC547B,BC548B,BC549B,BC550B - 330 | — -
BC 547 C,BC 548 C,BC 549 C,BC 550 C - 600 | — -
Leerlauf-Ausgangsleitwert hjge
Io=2mA, Vg =5V, f=1kHz
BC 546 A, BC 547 A, BC 548 A - 18 | — puS
BC546B,BC547B,BC548B,BC549B,BC550B - 30 - uS
BC 547 C,BC 548 C,BC 549 C,BC 550 C - 60 - uS
Rauschzabhl F
Ic=02mA, Veg=5V, Rg=2kQ
f=30Hz...15 kHz BC 549 - 1,4 | 4 dB
BC 550 - 14 |3 dB
I.=1kHz, Af=200 Hz BC 549 - 12 | 4 dB
BC 550 - 1 4 dB
BC 546, BC 547, BC 548 — 2 - dB
Rauschspannung E,
I.=02mA, Ve =5V, R =2 kQ
f=10Hz...50 Hz BC 550 — - 0,135 | mv
Testschaltbild fiir Rauschmessung Prifling ~ Verstdrker ~ BandmaB  NF- Rohrenvoltmefer
H 10HerSJOHz
ﬁ@ HD>HEHO
\|I
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BC 546

...BC 550
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BC 546

...BC 550
Stromverstirkung hee = f (Io) Sattigungsspannung Voegsa =f (Ig)
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BC 546

...BC 550
Rauschzahl F = f (f) Rauschzahl F = f (Vcg)
I =0,2mA, f=1kHz, Rg =2 kQ I.=0,2mA, Rs=2kQ, f=1kHz
Af =200 Hz, T, =25°C
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BC 546
BC 550

h-Parameter h, = f (Io)

BC 546-BC 550
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Silizium-PNP-NF-Transistoren BC 556
...BC 560

@® Hohe Stromverstarkung

® Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

® Niedrige Rauschwerte zwischen 30 Hz und 15 kHz

@ Komplementare NPN-Typen: BC 546, BC 547, B

BC 548, BC 549, BC 550 E\ E ;C
i 1

TO 92-Kunststoffgehduse
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer

BC 556 Q62702-C692 HBC 558 C | Q62702-C694-V3

BC 556 A | Q62702-C692-V1 BC 559 Q62702-C695
BBC 556 B | Q62702-C692-V2 BC 559 A | Q62702-C695-V1

BC 557 Q62702-C693 BC 559B | Q62702-C695-V2

BC 557 A | Q62702-C693-V1 | HBC559C | Q62702-C695-V3
BBC 557 B | Q62702-C693-V2 BC 560 Q62702-C696

BC 558 Q62702-C694 BC 560 A | Q62702-C696-V1

BC 558 A | Q62702-C694-V1 | HBC 560 B | Q62702-C696-V2
HBBC558B | Q62702-C694-V2 | HBC 560 C | Q62702-C696-V3

Grenzwerte
Bezeichnung Symbol BC 556 | BC 557 | BC 558 | Einheit
BC 560 | BC 559
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 65 45 30 \
Kollektor-Basis-Spannung Veso 80 50 30 Vv
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 Vv
Kollektorstrom I 100 mA
Kollektorspitzenstrom Icw 200 mA
Basisspitzenstrom Iy 200 mA
Emitterspitzenstrom Iy 200 mA
Gesamtverlustleistung Piot 500 mW
T,=25°C
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Waérmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Rinsa £250 K/W
Sperrschicht-Gehause Rinyc £150 K/w
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BC 556

...BC 560
Kennwerte
bei T, =25 °C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Viericeo
I.=2mA
BC 556 65 - - Vv
BC 557, BC 560 45 - - \'
BC 558, BC 559 30 - - \
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Viericeo
I =10 pA
BC 556 80 - - vV
BC 557, BC 560 50 - - Vv
BC 558, BC 559 30 - — \
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vigryces
I =10 pA, Vge =0
BC 556 80 - — \
BC 557, BC 560 50 - - Vv
BC 558, BC 559 30 - - Vv
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Viereso 5 — - \
I.=1pA
Kollektor-Basis-Reststrom Iego
Veg =30V - - 15 nA
Veg=30V, T,=150°C - - 4 pA
Stromverstarkung hee
Ic =10 pA; Vg =5V
BC 556 A, BC 557 A, BC 558 A - 90 - -
BC556B,BC557B,BC558B,BC559B,BC560B - 150 | — -
BC 557 C,BC 558 C,BC 559 C - 270 | — -
I.=2mA; Vg =5V
BC 556 A, BC 557 A, BC 558 A 125 | 180 | 250 -
BC556B,BC557B,BC558B,BC559B,BC560B 220 | 290 | 475 -
BC 557 C,BC 558 C,BC 559 C 420 | 520 | 800 -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung’) Viesat
I.= 10mA; I;=05mA - 75 300 mV
I.=100mA, [;=5mA - 250 | 650 mV
Basis-Emitter-Sattigungsspannung’) Vaesat
I.= 10mA; Iz=0,5mA - 700 | — mV
I, =100 mA; I;=5mA - 930 | — mV
Basis-Emitter-Spannung VeE(on)
Ic= 2mA; Vee=5V 600 | 650 | 750 mV
I, =10 mA; Ve =5V - - 820 mV

1) Pulstest: <300 ps, D<2%
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BC 556

...BC 560
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz fr - 250 | — MHz
I.=20mA, V=5V, f=100 MHz
Ausgangskapazitat Cop - 4 - pF
Veg=10V, f=1 MHz
Eingangskapazitat Ci, — 10 - pF
Veg=0,5V,f=1MHz
KurzschluB-Eingangswiderstand hite
Io=2mA, Voe=5V, f=1kHz
BC 556 A, BC 557 A, BC 558 A — 2,7 | — kQ
BC556B,BC557B,BC558B,BC559B,BC560B - 45 | — kQ
BC 557 C,BC 558 C,BC 559 C,BC 560 C - 87 | — kQ
Leerlauf-Spannungsrickwirkung hyse
I.=2mA, Vge=5V, f=1kHz
BC 556 A, BC 557 A, BC 558 A - 1.5 | — 104
BC556B,BC557B,BC558B,BC559B,BC560B - 2 - 104
BC 557 C,BC 558 C,BC 559 C,BC 560 C - 3 - 104
KurzschluB-Vorwartsstromverstarkung hoe
Io=2mA, Ve =5V, f=1kHz
BC 556 A, BC 557 A, BC 558 A - 200 | — -
BC556B,BC557B,BC558B,BC559B,BC560B - 330 | — -
BC 557 C, BC 558 C, BC 559 C, BC 560 C - 600 | — -
Leerlauf-Ausgangsleitwert hooe
Ic=2mA, Vgg=5V,f=1kHz
BC 556 A, BC 557 A, BC 558 A - 18 - uS
BC556B,BC557B,BC558B,BC559B,BC560B - 30 - uS
BC 557 C, BC 558 C, BC 559 C, BC 560 C - 60 - uS
Rauschzahl F
I=02mA, Ve =5V, R =2kQ
f=30 Hz...15 kHz BC 559 - 1,2 | 4 dB
BC 560 - 1 3 dB
I. =1 kHz, Af=200 Hz BC 559 - 1 4 dB
BC 560 - 1 4 dB
BC 556, BC 557, BC 558 - 2 - dB
Rauschspannung E,
I.=02mA, Ve =5V, Rg =2 kQ
f=10Hz...50 Hz BC 560 — - 0,110 | mVv
Testschaltbild fiir Rauschmessung Priifling Verstdrker BandmaB  NF- Réhrenvoltmeter
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10Hz 50Hz
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~~ }—

@

Gegenkopplung
(% =konstant)
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BC 556

...BC 560
Gesamtverlustleistung Pi,; = f (Tp) Kollektorstrom Ic = f (Vge)
VCE =5V
ibn(;l(\)l BC 556 -BC 560 T(?Z BC 556 -BC 560 2
II’
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— 1 — Vi
Impulsbelastbarkeit r, = f (t) Transitfrequenz f; = f ()
Vee =5V, f=100 MHz
K
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BC 556 - 3 -
0’ 10 :
5
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BC 556

...BC 560
Stromverstédrkung hee = f () Sattigungsspannung Ve = f (Ig)
Vce =5 V (Emitterschaltung) hgg =20
mA
B 556-BC 560 BC 556,558,560 6
10° (556-BC 5 102 S
100°C L 5 I
hre Sl N I 100 °C
: s 1 N ¢ e or /
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S
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1( - VBE sat

Sattigungsspannung Viesat = f (1) Reststrom Icpo =1 (Tp)

hge =20 Veg =30V
mA nA
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I — A . 76______1
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I [/ I
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5
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BC 556

...BC 560
Rauschzahl F =T (f) Rauschzahl F = f (Vcg)
I.=0,2 mA, f=12 kHz, Rs =2 kQ Ic=02mA, Rg =2 kQ, f=1 kHz
Af=200 Hz, T,=25°C
d
B BC 556,558,560 9 B 5L 559,560 10
20 20
£ F
\
1 15 15
5
10 \ 10
5 5
0 - 0
102 10 10° 10' 107 kHz 107 5 10° 5 10 5 102V
e f ——= W
Rauschzahl F=f (1) Rauschzahl F = f (I;)
Vee =5V, f=120 kHz Vee=5V, f=1Hz
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BC 556

...BC 560

h-Parameter h, = f (1) Kapazitat C =f Vg, Vep)

2 BC 556 -BC 560 13 pF BC556 - BC 560 W
10 15
5

hE
e e =5V
10’ NS 10 N N
\ = AN N Cib

RN

5 _h12e N
AN N
b N Cos ~N
™ /
0| N

10 :hm = S 5 Ny
5 — 1 \\ ™~

I \\

™ haze N
10" 0 -1 0 1

107" 100 10" mA 10 10 S 10V
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Silizium-NPN-NF-Transistoren BC 635
...BC 639

@® Hohe Stromverstarkung

@® Hoher Kollektorstrom

® Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

® Komplementire PNP-Typen: BC 636, BC 638, BC 640

TO 92-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ | Bestellnummer| Typ | Bestellnummer‘ Typ | Bestelinummer

BBC 635 | Q68000-A3360/8BC 637 | Q68000-A2285/HBC 639 | Q68000-A3361

Auf Wunsch sind die Transistoren selektiert als —10 (hge =63...160) bzw. —16 (h; =100...250)
lieferbar. Bestelilnummern auf Anfrage.

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BC 635 | BC637 | BC 639 | Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 45 ' 60 ’ 80 \
Kollektor-Basis-Spannung Veeo 45 60 100 Vv
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 \
Kollektorstrom I; 1 A
Kollektorspitzenstrom Iy 1,5 A
Basisstrom Ig 100 mA
Basisspitzenstrom Iy 200 mA
Gesamtverlustleistung Prot 0,8 (1) w
TAa=25°C")

Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung') Rinoa <156 K/W
Sperrschicht-Gehéause Rinsc <55 K/W

1) Werden die Transistoren mit (max.) 4 mm langen AnschiuBdrahten auf Leiterplatten mit (min.)
10 mm x 10 mm groBer Kupferflache fir den KollektoranschluB montiert, ist Ry,ya = 125 K/W und
damit Pyt (max) =1 W bei T, =25°C.
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BC 635

...BC 639
Kennwerte
bei T, = 25 °C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Visriceo
I.=10mA
BC 635 45 - - Vv
BC 637 60 - - \
BC 639 80 - - \
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Visriceo
I, =100 pA
BC 635 45 - - Vv
BC 637 60 - - \
BC 639 100 | — - \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung VigrjeBO 5 - - \
I:=10pA
Kollektor-Basis-Reststrom Igo
Veg=30V - - 100 nA
Veg=30V, T,=150°C - - 20 pA
Emitter-Basis-Reststrom Iso - - 100 nA
Veg=4V
Stromverstarkung hee
I.= 5mA; V=2V 25 - — -
I. =150 mA; Ve =2 V1)
BC 635-6, BC 637-6, BC 639-6 40 63 100 -
BC 635-10, BC 637-10, BC 639-10 63 100 | 160 -
BC 635-16 100 | 160 | 250 -
I. =500 mA; Ve =2 V) 25 - - -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung?) VcEsat - - 500 mV
I. =500 mA; Iy =50 mA
Basis-Emitter-Spannung?) Vae - - 1 Y
I.=500 mA; V=2V
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz fr - 100 | — MHz
I.=50mA, Vg =10V, f=20 MHz

1) Pulstest: <300 ps, D<2%
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BC 635

...BC 639
Gesamtverlustleistung P,y = f (T) Reststrom Iogo =f (Tp)
VCB =30V
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BC 635

...BC 639
Stromverstéarkung hee =f (1) Sattigungsspannung Veega: = f (1)
Vee=2V hee =10
3 BC 635,637,639 S mA3 BC 635.637.639 7
10 10
5 4
s 7
Ll ]E
102 =4
5
10? =5 10’
5
5
10°
5
10 10!
10! 10° 10’ 102 10° mA 0 02 0k 06 08V
- - ]( - VEE sat
Transitfrequenz fr = f (1)
Vee =10V, f=20 MHz
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Silizium-PNP-NF-Transistoren

BC 636

...BC 640

@ Hohe Stromverstarkung
@ Hoher Kollektorstrom

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Séattigungsspannung
@® Komplementire NPN-Typen: BC 635, BC 637, BC 639

Typ ‘Bestellnummer ; Typ

| Bestellnummer . Typ

C

e

:

@
m

TO 92-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 0,25 g

' Bestelinummer

EBC 636

| Q68000-A3365 | BC 638 | Q68000-A3366 |H BC 640 | Q68000-A3367

Auf Wunsch sind die Transistoren selektiert als —10 (hge =63...160) bzw. —16 (hz =100...250)
lieferbar. Bestellnummern auf Anfrage.

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol | BC636 | BC638 | BC 640 | Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Viro 45 ‘ 60 [ 80 v
Kollektor-Basis-Spannung Veso 45 60 100 \
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 \
Kollektorstrom I 1 A
Kollektorspitzenstrom Iy 1,5 A
Basisstrom Iy 100 mA
Basisspitzenstrom Igy 200 mA
Gesamtverlustleistung Piot 0,8 (1) w
To=25°C")

Sperrschichttemperatur T, 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung') Rinua <156 K/W
Sperrschicht-Gehduse Rinuc <55 K/W

1) Werden die Transistoren mit max. 4 mm langen AnschluBdréahten auf Leiterplatten mit min.
10 mm x 10 mm groBer Kupferflache fur den KollektoranschluB montiert, ist Ry,jo = 125 K/W und
damit Pyt (max) =1 W bei Ty =25°C.
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BC 636

...BC 640
Kennwerte
bei T, =25°C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Visr)cEO
I.=10mA
BC 636 45 - - Vv
BC 638 60 — - \
BC 640 80 - - \
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Visriceo
BC 636 45 - — \"
BC 638 60 - - Vv
BC 640 100 | — - \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung VieRr)ERO 5 - - \
Kollektor-Basis-Reststrom Iogo
Veg =30V — - 100 nA
Veg=30V,T,=150°C - - 20 pA
Emitter-Basis-Reststrom Ieso - - 100 nA
Veg=4V
Stromverstéarkung hee
Ic= 5mA; V=2V 25 - - -
I =150 mA; Ve =2 V')
BC 636-6, BC 638-6, BC 640-6 40 63 100 -
BC 636-10, BC 638-10, BC 640-10 63 100 | 160 -
BC 636-16 100 | 160 | 250 -
I. =500 mA; Vg =2V") 25 - - -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung’) Veesat - - 500 \
I. =500 mA; I; =50 mA
Basis-Emitter-Spannung?) Vie - - 1 \"
I. =500 mA; Ve =2V
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz fr - 100 | — MHz
I =50mA, Ve =10V, f=20 MHz

') Pulstest: <300 ps, D<2%
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BC 636

...BC 640
Gesamtverlustleistung P, = f (T) Reststrom I.go =1 (T4)
Veg =30V
1‘; BC 636,638,640 A r‘:OAL‘ BC 636,638,640 2
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BC 636

...BC 640
Stromverstéarkung he = f (I) Sattigungsspannung Vegga = f (1)
Vee=2V hee =10
mA
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Silizium-NPN-NF-Transistoren BCX 58
BCX 59

@ Hohe Stromverstarkung
@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
@ Komplementire PNP-Typen: BCX 78, BCX 79

TO 92-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ ' Bestelilnummer | Typ | Bestelilnummer

BCX 58 Vil Q62702-C619 BCX 59 Vil Q62702-C623

BCX 58 IX Q62702-C620 BCX 59 IX Q62702-C624

BCX 58 X Q62702-C621 BCX 59 X Q62702-C625
Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BCX 58 | BCX 59 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Vero 32 ‘ 45 v
Kollektor-Basis-Spannung Veso 32 45 \
Emitter-Basis-Spannung Veso 7 \
Kollektorstrom I 100 mA
Kollektorspitzenstrom Iem 200 mA
Basisspitzenstrom Ioy 200 mA
Gesamtverlustleistung Pt 500 mwW
T,=25°C

Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Tetg —65...+150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rinua <250 K/W
Sperrschicht-Gehduse Rinsc <150 K/wW
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BCX 58

BCX 59
Kennwerte
bei T, =25 °C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung VisricEO
I.=2mA BCX 58 32 - - Vv
BCX 59 45 - - \
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Visryceo
I.=10pA BCX 58 32 - - Vv
BCX 59 45 - - \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Visr)EBO 7 - - \
I.=1uA
Kollektor-Basis-Reststrom Icso
Veg =32V BCX 58 - - 20 nA
Ve =45V BCX 59 - - 20 nA
Veg =32V, T,=150°C BCX 58 - - 10 pA
Veg=45V, T,=150°C BCX 59 - - 10 pA
Kollektor-Emitter-Reststrom Toex
Vee=32V, Vgpe=02V, T,=100°C - - 20 LA
Vee=45V, Vge=0,2V, T,=100°C - — 20 pA
Emitter-Basis-Reststrom Igo - - 20 nA
Vig=4V
Stromverstarkung heg
Io=10 pA; Ve =5V
BCX 58 VIl, BCX 59 VII 20 78 - —
BCX 58 VI, BCX 59 VIiI 20 145 | — -
BCX 58 IX, BCX 59 IX 40 220 | — —
BCX 58 X, BCX59 X 100 | 300 | — -
I.=2mA; Vie=5V
BCX 58 VI, BCX 59 Vil 120 170 | 220 -
BCX 58 VIil, BCX 59 VIiI 180 | 250 | 310 -
BCX 58 IX, BCX 59 IX 250 | 350 | 460 -
BCX 58 X, BCX 59 X 380 | 500 | 630 -
Ic=100mA; Ve =1V")
BCX 58 VII, BCX 59 VII 40 - - -
BCX 58 VI, BCX 59 Vil 45 - - -
BCX 58 IX, BCX 59 IX 60 - - -
BCX 58 X, BCX 59X 60 - - —
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung) Veesat - - 0,5 Y,
I.=100mA; [;=2,5mA
Basis-Emitter-Sattigungsspannung’) Vaesat - — 1,0 Vv
I;=100 mA; [=2,5mA
Basis-Emitter-Spannung VeE(on)
Io= 10 pA; Ve=5V - 0,52 | — \
Ic= 2mA; V=5V 0,55 | 0,65 | 0,75 \
Io =100 mA; Vee =1V") - 0,83 | — \

') Pulstest: <300 us, D<2% 81



BCX 58

BCX 59
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz fr — 200 | — MHz
I.=20mA, V=5V, f=100 MHz
Ausgangskapazitat Cop - 3 - pF
Veg=10V, f=1MHz
Eingangskapazitat Ci, - 8 - pF
Veg =0,5V, f=1MHz
KurzschluB-Eingangswiderstand hiqe
Ic=2mA, Vg =5V, f=1kHz
BCX 58 VII, BCX 59 VI - 27 | — kQ
BCX 58 VIiI, BCX 59 VilI - 36 | — kQ
BCX 581X, BCX 59 IX - 45 | — kQ
BCX 58 X, BCX59X - 75 | — kQ
Leerlauf-Spannungsrickwirkung hyse
Io=2mA, Vg =5V, f=1kHz
BCX 58 VIl, BCX 59 Vi — 15 | — 104
BCX 58 VIIi, BCX 59 VI — 2 - 104
BCX 581X, BCX 59 IX - 2 - 104
BCX 58 X, BCX59X - 3 — 1074
KurzschluB-Vorwértsstromverstarkung hyye
Ic=2mA, Veg=5V,f=1kHz
BCX 58 VII, BCX 59 VI - 200 | — -
BCX 58 VIII, BCX 59 Vil - 260 | — -
BCX 58 IX, BCX 59 IX - 330 | — -
BCX 58 X, BCX59 X - 520 | — -
Leerlauf- Ausgangsleitwert hsoe
Ic=2mA, Vgg=5V, f=1kHz
BCX 58 VI, BCX 59 VI - 18 - uS
BCX 58 VIII, BCX 59 VilI - 24 - uS
BCX 58 IX, BCX 59 IX - 30 - uS
BCX 58 X, BCX59 X - 50 - uS
Rauschzahl F - 2 - dB
I.=0,2mA, Veg=5V, Rg=2kQ
f=1kHz, Af=200Hz
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BCX 58

BCX 59
Gesamtverlustleistung P, = f (T,) Kollektorstrom I = f (Vgg)
Vee =5 V (Emitterschaltung)
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BCX 58

BCX 59

Reststrom Icgo =1 (Ta) Transitfrequenz f; =f (I¢)
Veg =45V Vee =5V, =100 MHz
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Silizium-NPN-NF-Transistoren BCX 73
BCX 74

@® Hohe Stromverstéarkung

@ Hoher Kollektorstrom

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
@ Komplementire PNP-Typen: BCX 75, BCX 76

TO 92-Kunststoffgehduse
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ Bestelinummer Typ | Bestelinummer

BCX 73 Q62702-C634 BCX 74 Q62702-C635

BCX 73-16 Q62702-C634-S1 | BCX74-16 Q62702-C635-S1

BCX 73-25 Q62702-C634-S2 | BCX 74-25 Q62702-C635-S2

BCX 73-40 Q62702-C634-S3 | BCX 74-40 Q62702-C635-S3
Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BCX73 | BCX 74 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 32 ’ 45 \Y
Kollektor-Basis-Spannung Veeo 60 75 \
Emitter-Basis-Spannung Vego 5 \Y
Kollektorstrom I 800 mA
Kollektorspitzenstrom Iy 1 A
Basisstrom Iy 100 mA
Basisspitzenstrom Igy 200 mA
Gesamtverlustleistung Pyt 625 mW
T,=25°C

Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Taig —65...+150 °C
Waéarmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rinua £200 K/W
Sperrschicht-Geh&use Rinsc £ 90 K/W
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BCX 73

BCX 74
Kennwerte
bei T, =25 °C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vier)ceo
I.=10mA BCX 73 32 - - \"
BCX 74 45 - - Vv
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung VigricBO
I;=100 pA BCX 73 60 - - \
BCX 74 75 — — \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung VierjEBO 5 - - \
I =10 pA
Kollektor-Basis-Reststrom Iego
Veg=35V BCX73 - - 20 nA
Vecg=45V BCX 74 - — 20 nA
Veg =35V, T,=150°C BCX 73 - - 5 pA
Ve =45V, T,=150°C BCX 74 - - 5 pA
Emitter-Basis-Reststrom Iego - - 100 nA
Veg =4V
Stromverstarkung hee
I.=100 pA; Ve =10V 35 — - -
Ic= 1mA; V=1V 50 - - -
Io= 10mA; Vge= 1V 75 - - -
Ic =100 mA; Ve =1V")
BCX 73-16; BCX 74-16 100 | 160 | 250 -
BCX 73-25; BCX 74-25 160 | 250 | 400 —
BCX 73-40; BCX 74-40 250 | 350 | 630 -
F, =500 mA; Ve =2 V") 35 - - -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung) Veesat
I=100mA; I;=10 mA — - 0,25 \"
I, =500 mA; Iy =50 mA - - 0,6 Vv
Basis-Emitter-Sattigungsspannung') VeEsat - - 1,5 \
I, =500 mA; I; =50 mA
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. Einheit
Transitfrequenz fr - 170 | — MHz
I =50 mA, Vg =5V, f=20 MHz
Ausgangskapazitat Cop — 8 - pF
Veg=10V, f=1MHz
Eingangskapazitat Ci, - 60 - pF
Veg=0,5V,f=1MHz

') Pulstest: <300 pus, D<2%
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BCX 73

BCX 74
Gesamtverlustleistung P, = (T,) Kollektorstrom I =f (Vgg)
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BCX 73

BCX 74
Stromverstérkung hee = f (1) Transitfrequenz f =f ()
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Silizium-PNP-NF-Transistoren

BCX 75
BCX 76

@® Hohe Stromverstarkung
@® Hoher Kollektorstrom

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

@ Komplementire NPN-Typen: BCX 73, BCX 74

]

TO 92-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ | Bestelinummer Typ Bestelinummer

BCX 75 Q62702-C636 BCX 76 Q62702-C637

BCX 75-16 Q62702-C636-S1 | BCX 76-16 Q62702-C637-S1

BCX 75-25 Q62702-C636-S2 | BCX 76-25 Q62702-C637-S2

BCX 75-40 Q62702-C636-S3 | BCX 76-40 Q62702-C637-S3
Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BCX 75 1 BCX 76 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 32 \ 45 \%
Kollektor-Basis-Spannung Veso 60 75 \"
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 \Y
Kollektorstrom I 800 mA
Kollektorspitzenstrom Icm 1 A
Basisstrom I 100 mA
Basisspitzenstrom Igm 200 mA
Gesamtverlustleistung Piot 625 mwW
Ta=25°C

Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Totg —65...+150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rinua £200 K/W
Sperrschicht-Gehéause Rinsc < 90 K/W
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BCX 75

BCX 76
Kennwerte
bei T, = 25°C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Viericeo
I, =10mA BCX 75 32 - - \'
BCX 76 45 - — \
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Visr)ceo
I =100 pA BCX 75 60 - - \
BCX 76 75 - - \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vigr)EBO 5 - - \
I =10 pA
Kollektor-Basis-Reststrom Iego
Veg=32V BCX 75 - - 20 nA
Veg =45V BCX 76 - - 20 nA
Veg =32V, T,=150°C BCX 75 - - 5 A
Veg=45V, T,=150°C BCX 76 - - 5 pA
Emitter-Basis-Reststrom Ieso - - 100 nA
Veg=4V
Stromverstarkung hee
I. =100 pA; Ve =10V 35 - - -
Io= 1mA;Vee= 1V 50 | — - -
Ic= 10mA; Vgg= 1V 75 - - -
Ic=100 mA; Vg = 1V)
BCX 75-16; BCX 76-16 100 | 160 | 250 -
BCX 75-25; BCX 76-25 160 | 250 | 400 -
BCX 75-40; BCX 76-40 250 | 350 | 630 -
I. =500 mA; Ve =2 V") 35 - - —
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung') Vegsat
I;=100mA; I;=10mA - - 0,25 Vv
I =500 mA; Iy =50 mA - - 0,6 \'%
Basis-Emitter-Sattigungsspannung’) VaEsat - — 1,5 \
I, =500 mA; I; =50 mA
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. Einheit
Transitfrequenz fr - 200 | — MHz
I, =50 mA, Ve =5V, f=20 MHz
Ausgangskapazitat Cob - 12 - pF
Veg=10V, f=1MHz
Eingangskapazitat Cio - 60 - pF
Veg=0,5V, f=1MHz

1) Pulstest: <300 ps, D<2%
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BCX 75

R

BCX 76
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BCX 75

BCX 76
Stromverstarkung hpe =f (1) Transitfrequenz f; = (/)
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Silizium-PNP-NF-Transistoren

BCX 78
BCX 79

@ Hohe Stromverstirkung

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
@ Niedrige Rauschwerte bei 1 kHz
@ Niedrige Rauschwerte bei niedrigen Frequenzen
@® Komplementiare NPN-Typen: BCX 58, BCX 59

B

3

_

TO 92-Gehause
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ Bestellnummer Typ | Bestelilnummer

BCX 78 Q62702-C717 BCX 79 Q62702-C718

BCX 78-VIi Q62702-C626 BCX 79-VIl Q62702-C630

BCX 78-VIil Q62702-C627 BCX 79-Vill Q62702-C631

BCX 78-IX Q62702-C628 BCX 79-IX Q62702-C632

BCX 78-X Q62702-C629 BCX 79-X Q62702-C633
Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BCX78 | BCX 79 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 32 ‘ 45 \
Kollektor-Basis-Spannung Veso 32 45 Vv
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 \
Kollektorstrom I 100 mA
Kollektorspitzenstrom Iy 200 mA
Basisspitzenstrom Igy 200 mA
Gesamtverlustleistung Pt 500 mwW
T,=25°C

Sperrschichttemperatur T, 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rinia £250 K/W
Sperrschicht-Geh&duse Rinuc <150 K/W
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BCX 78

BCX 79
Kennwerte
bei T, = 25 °C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Viericeo
I.=2mA BCX 78 32 - - \%
BCX 79 45 — — Vv
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung VisricBo
I.=10 pA BCX 78 32 — - \
BCX 79 45 — — \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vigr)EBO 5 - — \
Ic=1pA
Kollektor-Basis-Reststrom Iego
Veg =32V BCX 78 - - 20 nA
Veg =45V BCX 79 - - 20 nA
Veg =32V, T,=150°C BCX 78 - - 10 pA
Veg=45V, T,=150°C BCX 79 — — 10 HA
Kollektor-Emitter-Reststrom Toey
Veg =32V, Vg =0,2V, T,=100°C - e 20 pA
Vee =45V, Vgpe =02V, T,=100°C — - 20 pA
Emitter-Basis-Reststrom Ieeo - - 20 nA
Veg=4V
Stromverstarkung hee
I =10 pA; Vgg=5V
BCX 78 VI, BCX 79 VIl 20 140 | — -
BCX 78 VIIl, BCX 79 VI 30 200 | — -
BCX 781X, BCX 79 IX 40 270 | — -
BCX78 X, BCX79X 100 | 340 | — -
I.=2mA; Vee =5V
BCX 78 VI, BCX 79 VI 120 | 170 | 220 -
BCX 78 VIil, BCX 79 VIl 180 250 | 310 -
BCX 781X, BCX 79 IX 250 | 350 | 460 -
BCX 78X, BCX79 X 380 | 500 | 630 -
I. =100 mA; Ve =1V")
BCX 78 VII, BCX 79 VI 40 - — -
BCX 78 VIIl, BCX 79 Vil 45 - — -
BCX 781X, BCX 79 IX 60 - - -
BCX78 X, BCX79X 60 - — -
Kollektor-Emitter-Séattigungsspannung’) Vcesat - - 0,6 Y
I;=100mA; I;=2,5mA
Basis-Emitter-Sattigungsspannung’) Vaesat - - 1 \Y
I =100 mA; [;=2,5mA
Basis-Emitter-Spannung Veeon)
I.= 10 pA; Vg=5V - 052 | — Vv
Ic= 2mA; V=5V 0,55 | 0,65 | 0,75 \
I =100 mA, Ve =1V") — 0,93 | — \

1) Pulstest: <300 ps, D<2%
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BCX 78

BCX 79
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. Einheit
Transitfrequenz fr - 250 | — MHz
Io=20mA, Ve =5V, f=100 MHz
Ausgangskapazitat Cob - 3 - pF
Veg=10V, f=1MHz
Eingangskapazitat Cip - 10 - pF
Veg=0,5V, f=1MHz
KurzschluB-Eingangswiderstand hie
Ic=2mA, Veg=5V,f=1kHz
BCX 78 VIl, BCX 79 VI - 2,7 | — kQ
BCX 78 VIII, BCX 79 VIl - 36 | — kQ
BCX 781X, BCX79IX — 45 | — kQ
BCX 78 X, BCX79X - 75 | — kQ
Leerlauf-Spannungsrickwirkung hyze
I.=2mA, V=5V, f=1kHz
BCX 78 VII, BCX 79 Vil - 1,5 | — 104
BCX 78 VIII, BCX 79 VIl - 2 - 104
BCX 781X, BCX 79 IX - 2 - 104
BCX78 X, BCX79X - 3 - 104
KurzschluB-Vorwartsstromverstarkung hoye
I.=2mA, Vee=5V,f=1kHz
BCX 78 VIl, BCX 79 VII - 200 | — -
BCX 78 VIil, BCX 79 Vil - 260 | — -
BCX 781X, BCX79IX — 330 | — -
BCX 78X, BCX79X - 520 | — -
Leerlauf-Ausgangsleitwert haze
Io=2mA, V=5V, f=1kHz
BCX 78 Vil, BCX 79 VII - 18 - uS
BCX 78 VIII, BCX 79 VilI - 24 - uS
BCX 781X, BCX 79 IX - 30 — uS
BCX 78 X, BCX79X - 50 - uS
Rauschzahi F - 2 — dB
I.=02mA, Ve =5V,Rs=2kQ
f=1kHz, Af=200 Hz
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BCX 78

BCX 79
Gesamtverlustieistung P, = f (T) Kollektorstrom [ =f (V)
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BCX 78

BCX 79
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Silizium-NPN-NF-Transistoren BD 825
...BD 829

@® Hohe Stromverstarkung

@ Hoher Kollektorstrom

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

@® Komplementire PNP-Typen: BD 826, BD 828, BD 830

TO 202-Kunststoffgehause
Gewicht: ca.15 g

Typ Bestelinummer | Typ Bestelinummer | Typ Bestelilnummer

BD 825 Q62702-D968 BD 827 Q62702-D970 BD 829 Q62702-D972
BD 825-6 | Q62702-D932 BD 827-6 | Q62702-D938 BD 829-6 | Q62702-D942
BD 825-10 | Q62702-D933 BD 827-10 | Q62702-D939 BD 829-10 | Q62702-D943
BD 825-16 | Q62702-D934

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BD 825 J BD 827 } BD 829 | Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 45 I 60 l 80 \
Kollektor-Basis-Spannung Veso 45 60 100 Vv
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 \
Kollektorstrom I 1 A
Kollektorspitzenstrom Iom 1,5 A
Basistrom I 100 mA
Basisspitzenstrom Iy 200 mA
Gesamtverlustleistung Prot 8 W
To=25°C

Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rinsa £625 K/W
Sperrschicht-Gehause Rinuc <15 K/W
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SIEMENS

‘Korrekturblatt zum Datenbuch 1988/89 , Transistoren fiir Verstarker- und
Schalteranwendungen®, Bestell-Nr. B3-B3789

Leider sind uns auf der Seite 15, Kapitel ,Verpackung®, Fehler unterlaufen.
Die korrigierte Seite finden Sie auf der Rickseite.

Bitte korrigieren Sie auch noch folgende Bestellnummern:

Seite 98 Seite 101

BD 825 Q62702-D1135 BD 826 Q62702-D1303
BD825-6 Q62702-D149 BD826-6 Q62702-D1304
BD825-10 Q62702-D1213 BD 826-10 Q62702-D1179
BD825-16 Q62702-D60 BD826-16 Q62702-D1257
BD 827 Q62702-D1305 BD 828 Q62702-D1307
BD827-6 Q62702-D1306 BD828-6 Q62702-D1308
BD827-10 Q62702-D1113 BD828-10 Q62702-D6t
BD 829 Q62702-D1309 BD 830 Q62702-D1312
BD829-6 Q62702-D1310 BD830-6 Q62702-D1313
BD829-10 Q62702-D1311 BD830-10 Q62702-D1238
Seite 114 Seite 118

BF 857 Q62702-F784 BF 869 Q62702-F683
BF 858 Q62702-F785 BF 871 Q62702-F676
BF 859 Q62702-F786 BF 881 Q62702-F794
Seite 122

BF870 Q62702-F685
BF 872 Q62702-F677

Bitte fiihren Sie diese Korrekturen auch im Bestellnummernverzeichnis
Seite 10 aus.



Verpackung

Jede Verpackungseinheit regularer Lieferungen tragt Aufdrucke mit Informationen tber:
Hersteller, Typ, Anzahl, Herstelldatum und -ort, sowie Loszugehdrigkeit. Diese fur den Inhalt
verbindlichen Angaben kennzeichnen im Klartext insbesondere Typen, deren Bauformen
keine ausfuhrliche Bestempelung zulassen und sind zur Rickmeldung wichtig, soliten
einmal Reklamationen nétig sein.

TO 202-Kunststoffgehduse

Wird als Schuttgut in Pappschachteln geliefert. Gehduse mit gebogenem AnschluBblech
sind auf Anfrage lieferbar.

TO 92-Kunststoffgehduse

Neben der Schuttgutverpackung wird das TO 92-Gehause gegurtet geliefert. Die Zusatz-
kennungen zur Typenbezeichnung sind aus der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
Die Bestellnummern erfahren Sie auf Anfrage.

Die GurtmaBe entsprechen den DIN-IEC-Normen-Vorschlagen. Die Anschliisse sind symme-
trisch entsprechend dem in-line-RastermaB 200 mil, auf 5 mm gekropft (duBere Anschliisse).

RasfermMﬁ.m m m ; —(O—0O——0O—0O—0O—t£6288

“’%%%ﬁ é ! _Abrollrichtung

—O0—0O—C0O0—0O—0O—E62%
—»I 27 f=— 94
Zusatzkennung | Verpackungseinheit Karton
E6288 1500 Stuick 3000 Stuck Typenkennzeichnung
(pro Rolle) (pro Karton,
=2 Rollen)
310
E6296 1500 Stuck 3000 Stick /
(pro Rolle) (pro Karton, Abrollung
=2 Rollen) von oben
gesehen
E6325 Ammopack 2000 Stuck
(Zick-Zack- (pro Karton)
Lagen)




BD 825

...BD 829
Kennwerte
bei T, =25°C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Viericeo
I.=10mA
BD 825 45 - - \Y
BD 827 60 - - \
BD 829 80 - - \Y
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Visriceo
I.=100 pA
BD 825 45 - - \%
BD 827 60 - — \'%
BD 829 100 | — - \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung VierieB0 5 - - \
I:=10pA
Kollektor-Basis-Reststrom Iogo
Vg =30V - - 100 nA
Veg=30V, T,=150°C - - 20 pA
Emitter-Basis-Reststrom Igo - - 100 nA
Veg =4V
Stromverstarkung hee
Ic= 5mA; V=2V 25 - - -
I =150 mA; Vg =2V
BD 825-6, BD 827-6, BD 829-6 40 63 100 -
BD 825-10, BD 827-10, BD 829-10 63 100 | 160 -
BD 825-16 100 | 160 | 250 -
I =500 mA; Vg =2 V") 25 — - -
Kollektor-Emitter-Séattigungsspannung’) Veesat - - 0,5 \
I =500 mA; I; =50 mA
Basis-Emitter-Spannung’) Vie - - 1 \Y
I =500mA; Ve =2V
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz fr - 100 | — MHz
I =50 mA, Vo =10V, =20 MHz

Leistungskennlinien wie PNP-Transistoren BD 826...BD 830 auf Seite 103.

1) Pulstest: <300 ps, D<2%
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BD 825

...BD 829
Reststrom Igo="1 (Ts) Stromverstérkung hee =f (I¢)
Veg =30V Vee=2V
"‘: BD 825,827,829 5 3 BD 825,627,829 6
10 10 m
I max. J/ h 5
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Silizium-PNP-NF-Transistoren

BD 826
...BC 830

@® Hohe Stromverstiarkung
@ Hoher Kollektorstrom

@® Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
@® Komplementidre NPN-Typen: BC 825, BC 827, BC 829

& |

ECB

B

 S—
 —

TO 202-Kunststoffgehause
Gewicht: ca.15 g

Typ Bestellnummer | Typ Bestellnummer | Typ Bestellnummer
BD 826 Q62702-D969 BD 828 Q62702-D971 BD 830 Q62702-D973
BD 826-6 | Q62702-D935 BD 828-6 | Q62702-D940 BD 830-6 | Q62702-D944
BD 826-10 | Q62702-D936 BD 828-10| Q62702-D941 BD 830-10 | Q62702-D945

BD 826-16| Q62702-D937

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BD 826 ’ BD 828 ] BD 830 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 45 60 80 \'
Kollektor-Basis-Spannung Veso 45 60 100 \
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 \Y
Kollektorstrom I, 1 A
Kollektorspitzenstrom Iy 1,5 A
Basisstrom Iy 100 mA
Basisspitzenstrom Iem 200 mA
Gesamtverlustleistung Piot 8 w
TC = 25 °C

Sperrschichttemperatur T, 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Waérmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rinoa £62,5 K/W
Sperrschicht-Gehéuse Rinuc <15 K/W
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BD 826

...BD 830
Kennwerte
bei T, =25 °C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Visriceo
I.=10mA
BD 826 45 - - Vv
BD 828 60 - - \
BD 830 80 — - \Y
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Vier)ceo
I =100 pA
BD 826 45 - - \"
BD 828 60 - - \"
BD 830 100 | — - Vv
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Visr)EBO 5 - - \"
I =10 pA
Kollektor-Basis-Reststrom Igo
Veg=30V - - 100 nA
Veg=30V, T,=150°C - - 20 pA
Emitter-Basis-Reststrom Igo - - 100 nA
Veg =4V
Stromverstéarkung hee
Io= 5mA; V=2V 25 - - -
Ic=150mA; Vg =2V
BD 826-6, BD 828-6, BD 830-6 40 63 100 -
BD 826-10, BD 828-10, BD 830-10 63 100 | 160 -
BD 826-16 100 | 160 | 250 -
I. =500 mA; Ve =2 V") 25 . - -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung’) Veesat - - 500 \%
I =500 mA; Iy =50 mA
Basis-Emitter-Spannung’) Vae — - 1 \"
I.=500mA; Vge=2V
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. Einheit
Transitfrequenz fr - 125 | — MHz
I.=50mA, Ve =10V, f=20 MHz

1) Pulstest: <300 ps, D<2%
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BD 826
...BD 830

Gesamtverlustleistung P, = f (T,)
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BD 826

...BD 830
Reststrom Iopo=" (Ty) Transitfrequenz f; =f (1)
Vg =30V Voe =10V, f= 20 MHz
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Transistoren mit hohen Sperrspannungen




Silizium-NPN-Transistoren
mit hohen Sperrspannungen

BF 420
BF 422

@® Hohe Durchbruchspannung

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

@® Niedrige Kapazitat

@ Komplementare PNP-Typen: BF 421, BF 423

TO 92-Kunststoffgehduse
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ | Bestellnummer | Typ } Bestelilnummer

BF420 | Q62702-F531 | BF 422 | @62702-F495

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BF 420 BF 422 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo - 250 \
Kollektor-Emitter-Spannung Vcer 300 - Y
Rge =2,7 kQ

Kollektor-Basis-Spannung Veeo 300 250 \
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 \
Kollektorstrom I 50 mA
Basisspitzenstrom Igy 100 mA
Gesamtverlustleistung ot 830 mwW
TA = 25 OC

Sperrschichttemperatur T, 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Warmewiderstand | |

Sperrschicht-Umgebung | Rinoa | £150 K/W
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BF 420

BF 422

Kennwerte
bei T, =25°C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vigr)ceo
I.=1mA BF 422 250 | — - \"
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vigr)ceR
I =10 pA, Rg: =2,7 kQ BF 420 300 | — - Vv
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Visriceo
Io=10pA BF 420 300 | — - Vv

BF 422 250 | — - \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vierjego 5 - - \Y
Ie=10pA
Kollektor-Basis-Reststrom Icgo
Veg =200V - - 10 nA
Kollektor-Basis-Reststrom Tcer
Vee=200V, Rge=2,7 kQ, T,=150°C - - 10 pA
Emitter-Basis-Reststrom Iego - - 10 A
VEB = 5 \Y
Stromverstéarkung hee
I.=100 pA; Veg=20V 15 - - -
Ic= 25mA; V=20V 50 - - -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung') VeEesatHF - - 20 \Y
I.=25mA; T=150°C
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. Einheit
Transitfrequenz fr - 100 | — MHz
I.=10mA, Voe=10V, f=20 MHz
Ausgangskapazitat Cop - 08 | — pF
VCB=3O V,f=1MHz

1) Pulstest: <300 us, D<2%
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BF 420

BF 422
Gesamtverlustleistung P, = f (T) Reststrom Iy =1 (Tp)
VCB =200V
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Cob

BF 420

BF 422
Stromverstédrkung hee = f (I) Transitfrequenz f; = f (1)
Vee =20V, T, =25°C Vee =10V, f =20 MHz
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Silizium-PNP-Transistoren BF 421
mit hohen Sperrspannungen BF 423

@ Hohe Durchbruchspannung

@® Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

@® Niedrige Kapazitat

@ Komplementire NPN-Typen: BF 420, BF 422 C

@

TO 92-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ | Bestelinummer ' Typ | Bestelinummer

BF421 | Q62702-F532 | BF 423 | Q62702-F496

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BF 421 BF 423 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo — 250 \
Kollektor-Emitter-Spannung Veer 300 - \Y
Rge =2,7 kQ

Kollektor-Basis-Spannung Veso 300 250 \Y
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 \
Kollektorstrom I 50 mA
Basisspitzenstrom Iy 100 mA
Gesamtverlustleistung Piot 830 mwW
Ta=25°C

Sperrschichttemperatur T, 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...4+150 °C

Waéarmewiderstand | |
Sperrschicht-Umgebung | Rithoa |

A
-
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(a]
<
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BF 421

BF 423
Kennwerte
bei T, =25 °C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vier)cE0
I.=1mA BF 423 250 | — - \
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung V(ericER
I =10 pA, Rge =2,7 kQ BF 421 300 | — - Vv
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Viericeo
I.=10pA BF 421 300 | — - \"

BF 423 250 | — - Vv
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vier)EBO 5 — - Vv
I:=10pA
Kollektor-Basis-Reststrom Ieso
Veg =200V - - 10 nA
Kollektor-Basis-Reststrom I
Vee =200V, Rge =2,7 kQ, T,=150°C - - 10 pA
Emitter-Basis-Reststrom Iego - - 10 pA
VEB =5V ’

Stromverstérkung hee

I =100 pA; Vee =20V 15 — - -

I =25mA; Ve=20V 50 - — -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung’) VoEsatHF - - 20 \
I;=25mA; T=150°C

Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz fr - 100 | — MHz
I.=20mA, Ve =10V, =20 MHz

Ausgangskapazitat Cop - 0,8 — pF

VCB =30 V, f=1MHz

') Pulstest: <300 ps, D<2%
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Ph)'

BF 421

BF 423
Gesamtverlustleistung P,,; = f (Ta) Koliektorstrom I =f (Vgg)
Vee=20V, T, =25°C
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BF 421

BF 423

Stromverstérkung hee = f (1) Transitfrequenz f; = f (I¢)
Vee =20V, T, =25°C Vee =10V, =20 MHz
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S

il £oS
10?

——
S
10?
10\ S \
S
10° Il I 10’
102 10! 100 10’ 102 mA 10° 5 10 5 102 5 10°mA
e IC —— IC

Ausgangskapazitit C,, = f (V)
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Silizium-NPN-Transistoren BF 857
mit hohen Sperrspannungen ...BF 859

@ Hohe Durchbruchspannung
@® Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

o o

moc————]

()
@

TO 202-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 15 g

Bestelinummer
Q62702-F625

Typ | Bestellnummer | Typ ' Bestellnummer l Typ
BF 857 | Q62702-F623 | BF858 | Q62702-F624 | BF 859

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BF 857 [ BF 858 ‘ BF 859 | Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Voo 160 ( 250 ‘ 300 Vv
Kollektor-Basis-Spannung Veso 160 250 300 v
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 Vv
Kollektorstrom I 200 mA
Kollektorspitzenstrom Tem 500 mA
Basisstrom I 100 mA
Basisspitzenstrom Iy 200 mA
Gesamtverlustleistung Piot

T.= 25°C 1,8 w
Tc=100°C 25 w
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tot —65...+150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rinsa <70 K/W
Sperrschicht-Gehause Rinuc £20 K/wW
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BF 857

...BF 859
Kennwerte
bei T, =25°C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vier)ceo
I-=10mA BF 857 160 | — - \Y
BF 858 250 | — - \
BF 859 300 | — - \Y
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung VisRr)cB0
I.=100 pA BF 857 160 | — — Vv
BF 858 250 | — - \Y
BF 859 300 | — - \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung VisrieBO 5 - - \'%
I =100 pA
Kollektor-Basis-Reststrom Icgo
Veg =100V BF 857 - — 50 nA
Veg =200V BF 858 — - 50 nA
Veg =250V BF 859 - - 50 nA
Veg=100V, T,=150°C BF 857 - - 20 LA
Vg =200V, T,=150°C BF 858 - - 20 pA
Vog =250V, T,=150°C BF 859 - - 20 pA
Emitter-Basis-Reststrom Iego - — 50 nA
Veg=3V
Stromverstéarkung hee 25 - - -
I.=30mA; Ve =10 V')
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung') Veesat - - 1 Vv
I =30 mA; I;=6 mA
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz fr - 100 | — MHz
Ic=20mA, Vee=10V, f=20 MHz
Ausgangskapazitat Cob - 55 | — pF
Veg =30V, f=1MHz

1) Pulstest: <300 ps, D<2%
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BF 857

...BF 859
Gesamtverlustieistung P, = f (T) Zulassiger Betriebsbereich I = f (Vg)
T,=100°C,D=0
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BF 857

...BF 859
Reststrom I zo=f (Ty) Stromverstirkung hee =f (1)
Veg =100 V/200 V/250 V Vee=10V, T, =25°C
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Silizium-NPN-Transistoren BF 869
mit hohen Sperrspannungen ...BF 881

@® Hohe Durchbruchspannung

@® Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
@ Niedrige Kapazitét

@ Komplementare PNP-Typen: BF 870, BF 872

o &

moe————]
A~
[o ) R —

TO 202-Kunststoffgeh&ause
Gewicht: ca.15 g

Typ | Bestellnummer ] Typ ! Bestellnummer | Typ | Bestelinummer
BF 869 | Q62702-F592 | BF871 | Q62702-F593 | BF881 | Q62702-F783

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BF 869 | BF 871 BF 881 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 250 - — Vv
Kollektor-Emitter-Spannung Veer - 300 400 \Y
Rge =2,7 kQ

Kollektor-Basis-Spannung Veso 250 300 400 \'
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 \
Kollektorstrom I; 50 mA
Basisspitzenstrom Iy 100 mA
Gesamtverlustleistung Prot

To= 40°C 1,6 W
Tc.=110°C 1,6 w
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tt —65...+150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rihan £70 K/W
Sperrschicht-Gehéuse Rinuc £25 K/W
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BF 869

...BF 881
Kennwerte
bei T, =25 °C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung VisriceO
I.=1mA BF 869 250 | — - \
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Vigricer
I.=10pA BF 871 300 | — - \
BF 881 400 | — - \Y
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Visriceo
Io=10pA BF 869 250 | — - \
BF 871 300 | — - \Y
BF 881 400 | — - \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vieryeso 5 - - \Y
Ie=10pA
Kollektor-Basis-Reststrom Igo
Veg =200V BF 869, BF 871 - - 10 nA
Veg =350V BF 881 100 nA
Kollektor-Basis-Reststrom Icer
Vee =200V, Rge =2,7 kQ, T, =150°C
BF 869, BF 871 - - 10 pA
Vee =850V, Rge =2,7 kQ, T,=150°C
BF 881 - - 10 pA
Emitter-Basis-Reststrom Ieeo - - 10 LA
Veg=5V
Stromverstarkung hee :
I,=25mA; Ve =20V BF 869 50 - - -
BF 871, BF 881 40 - - —
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung’) VoEsathe - - 20 Vv
Io=25mA; T,=150°C
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz fr - 100 | — MHz
Ic=10mA, Vg =10V, f=20 MHz
Ausgangskapazitat Cob — 1,2 - pF
Veg=30V, f=1MHz

') Pulstest: <300 us, D<2%
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BF 869

...BF 881
Gesamtverlustieistung P,,; = f (T) Betriebsbereich I = f (Vcg)
TA< 110°C, D =0,01
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BF 869

...BF 881
Reststrom Icgo =1 (Ta) Stromverstirkung hee =f (1)
Veg =200 V Voe =20V, T, =25°C
;‘OA; BF 869,871 5 103 BF 869,871 6
5 S
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Silizium-PNP-Transistor

mit hohen Sperrspannungen

BF 870
BF 872

@ Hohe Durchbruchspannung

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

@ Niedrige Kapazitat

@® Komplementare NPN-Typen: BF 869, BF 871

o] &

@ ———]

E

TO 202-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 15 g

Typ l Bestellnummer } Typ | Bestelinummer

BF870 | Q62702-F602 | BF872 | Q62702-F603

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BF 870 BF 872 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 250 - \
Kollektor-Emitter-Spannung Veer - 300 Vv
Rge =2,7 kQ

Kollektor-Basis-Spannung Veso 250 300 \%
Emitter-Basis-Spannung Vego 5 \
Kollektorstrom Ic 50 mA
Basisspitzenstrom Igy 100 mA
Gesamtverlustleistung Pt

T,= 40°C 1,6 W
T.=110°C 1,6 w
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rinsa <70 K/W
Sperrschicht-Gehéuse Rinuc £25 K/W
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BF 870

BF 872

Kennwerte
bei T, =25 °C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Viericeo
I.=1mA BF 870 250 | — — \
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Visricer
I.=10pA BF 872 300 | — - \
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Visriceo
I.=10pA BF 870 250 | — — \Y

BF 872 300 | — - \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vieres0 5 - - \
Ie=10pA
Kollektor-Basis-Reststrom Icgo
Veg =200V - - 10 nA
Kollektor-Basis-Reststrom Ien - - 10 A
Voe =200V, Rge =2,7 kQ, T,=150°C
Emitter-Basis-Reststrom Ieeo — - 10 pA
Veg=5V
Stromverstéarkung hee
Io=25mA; Ve =20V BF 870 50 - - -

BF 872 40 - - -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung’) VeEsatHr - - 20 \
I =25mA; T,=150°C
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
‘Transitfrequenz fr - 100 | — MHz
I.=10mA, Vg =10V, f=20 MHz
Ausgangskapazitat Cob - 1,2 | — pF
Veg =30V, f=1MHz

1) Pulstest: <300 ps, D<2%
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BF 870
BF 872

Gesamtverlustleistung P, =f (T)
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BF 870

BF 872
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Silizium-NPN-Transistoren BFP 22
mit hohen Sperrspannungen BFP 25

@® Hohe Durchbruchspannung

® Niedrige Kollektor-Emitter-Séattigungsspannung
@ Niedrige Kapazitat

® Komplementire PNP-Typen: BFP 23, BFP 26

TO 92-Kunststoffgehduse
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ f Bestellnumnmer { Typ | Bestellnummer

BBFP22 | Q62702-F621 | BFP25 | Q62702-F721
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol BFP 22 I BFP 25 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 200 i 300 \Y%
Kollektor-Basis-Spannung Veso 200 300 Vv
Emitter-Basis-Spannung Veso 6 \Y
Kollektorstrom I 200 mA
Kollektorspitzenstrom Ienm 500 mA
Basisstrom Is 100 mA
Basisspitzenstrom Igm 200 mA
Gesamtverlustleistung Pot 625 mwW
Ta=25°C
Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Warmewiderstand
Sperrschichi-Umgebung Rinsa £200 K/w
Sperrschicht-Gehéduse Rinsc < 90 K/W
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BFP 22

BFP 25
Kennwerte
bei T, =25°C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Visriceo
I.=1mA BFP 22 200 | — — \
BFP 25 300 | — - \
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Viericeo
I. =100 pA BFP 22 200 | — — \Y
BFP 25 300 | — - Vv
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vier)eBO 6 - — \
I =100 pA
Kollektor-Basis-Reststrom Iego
Veg=160V BFP 22 - - 100 nA
Veg =250V BFP 25 - - 100 nA
Veg=160V, T,=150°C BFP 22 — - 20 pA
Veg =250V, T,=150°C BFP 25 - - 20 pA
Emitter-Basis-Reststrom Ieso - - 100 nA
Ve =4V
Stromverstéarkung hee
I.= 1mA; Vge=10V 25 - - -
Io=10mA; Ve =10 V") 40 - - -
I =30mA; Ve =10 V") BFP 22 50 — - —
BFP 25 40 - — -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung') Veesat
I.=20mA; [;=2mA BFP 25 - — 0,5 \"
BFP 22 - — 0,4 \
Basis-Emitter-Sattigungsspannung’) Vaesat - - 0,9 \Y
I;=20A;[;=2mA
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz fr - 70 - MHz
Io=20mA, Ve =10V, f=20 MHz
Ausgangskapazitat Cob - 1,5 | — pF
Veg =30V, f=1MHz

1) Pulstest: <300 us, D<2%

127



BFP 22

BFP 25
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BFP 25
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Silizium-PNP-Transistoren BFP 23
mit hohen Sperrspannungen BFP 26

@® Hohe Durchbruchspannung
@ Niedrige Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
@® Niedrige Kapazitat

@® Komplementire NPN-Typen: BFP 22, BFP 25 B

&

~
m

TO 92-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ | Bestellnummer \ Typ } Bestelinummer

B BFP 23 | Q62702-F622 | BFP 26 | Q62702-F722
Grenzwerte
Bezeichnung Symbol BFP 23 | BFP 26 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 200 300 \
Kollektor-Basis-Spannung Veeo 200 300 \
Emitter-Basis-Spannung Veso 6 \"
Kollektorstrom I 200 mA
Kollektorspitzenstrom Iom 500 mA
Basisstrom Iz 100 mA
Basisspitzenstrom LIy 200 mA
Gesamtverlustleistung Pt 625 mW
Ta=25°C
Sperrschichttemperatur T; 150 °C
Lagertemperatur Tt —65...4+150 °C
Warmewiderstand
Sperrschichi-Uimgebung Rinua £200 K/W
Sperrschicht-Gehéduse Rinic S 90 K/W
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BFP 23

BFP 26
Kennwerte
bei T, =25°C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Visriceo
I.=1mA BFP 23 200 | — - \Y
BFP 26 300 | — - \Y
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Visriceo
I. =100 pA BFP 23 200 | — - \Y
BFP 26 300 | — - \Y
Emitter-Basis-Durchbruchspannung VisrEBO 6 - - \Y
Ig =100 uA
Kollektor-Basis-Reststrom Iogo
Veg=160V BFP 23 - - 100 nA
Veg =250V BFP 26 - - 100 nA
Veg=160V, T,=150°C BFP 23 - - 20 A
Veg =250V, T,=150°C BFP 26 - - 20 pA
Emitter-Basis-Reststrom Iego - - 100 nA
Veg=3V
Stromverstarkung hee
Ic= 1mA; V=10V 25 - - -
Ic=10mA; Ve =10 V") 40 - - -
Io=30mA; Ve =10V") BFP 23 50 - - -
BFP 26 40 - - -
Kollektor-Emitter-Séattigungsspannung') Vigsat
Ic=20mA;Ig=2mA BFP23 - — 0,4 \
BFP26 - — 0,5 \Y
Basis-Emitter-Sattigungsspannung’) Viesat - - 0,9 Y
I.=20A;I;=2mA
Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. Einheit
Transitfrequenz fr - 70 - MHz
Ic=20mA, Ve =10V, f=20 MHz
Ausgangskapazitat Cob - 15 | — pF
Veg =30V, f=1MHz

1) Pulstest: <300 ps, D<2%
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BFP 23
BFP 26

Gesamtverlustieistung P = f (Ta) Betriebsbereich I = f (Vcg)
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BFP 23

BFP 26
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NF-Darlington-Transistoren




Silizium-PNP-Darlington-Transistor BC 516

@ Hohe Stromverstirkung
@ Hoher Kollektorstrom
@ Komplementarer NPN-Typ: BC 517

TO 92-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ I Bestellnummer
BBC516 | Q62702-C944

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BC 516 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 30 \
Kollektor-Basis-Spannung Veso 40 \
Emitter-Basis-Spannung Veso 10 \
Kollektorstrom I 500 mA
Kollektorspitzenstrom Iy 800 mA
Basisstrom I 100 mA
Basisspitzenstrom Isy 200 mA
Gesamtverlustleistung Pt 625 mW
Ta=25°C

Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Warmewiderstand

Sperrschichit-Umgebung Rinua £200 K/W
Sperrschicht-Gehéause Ringc, < 90 K/W
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BC 516

Kennwerte
bei T, =25 °C, wenn nicht anders angegeben

Statische Kennwerte Symbol min. typ. | max. Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung VisRr)cE0 30 - - \Y
I.=10mA

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung VisricBO 40 - - \
Emitter-Basis-Durchbruchspannung Visr)EBO 10 - - \Y
I:=10pA

Kollektor-Basis-Reststrom Icgo

Veg =30V - - 100 nA
Veg=30V, T,=150°C - — 10 pA
Emitter-Basis-Reststrom Iego - - 100 pA
VEB =4V

Stromverstérkung hee 30000 | — - -
Io=20mA; Veg=2V

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung') Veesat - - 1 \%

I =100 mA; I;=0,1 mA |
Basis-Emitter-Spannung') Vae - — 1,4 \"
Io=10mA; Ve =5V

Dynamische Kennwerte Symbol min. typ. | max. Einheit
Transitfrequenz fr - 200 | — MHz
I =50mA, Ve =5V, f=20 MHz

Ausgangskapazitat Cop - 35 | — pF
Veg=10V, f=1MHz

1) Pulstest: <300 ps, D<2%
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BC 516

Gesamtverlustieistung P,; =f (Ty)
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BC 516
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Silizium-NPN-Darlington-Transistor BC 517

@® Hohe Stromverstarkung
@® Hoher Kollektorstrom
@ Komplementirer PNP-Typ: BC 516

TO 92-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ 1 Bestelilnummer
BBC517 | Q62702-C825

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BC 517 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 30 \Y
Kollektor-Basis-Spannung Veso 40 Y,
Emitter-Basis-Spannung Veso 10 Vv
Kollektorstrom I 500 mA
Kollektorspitzenstrom Iy 800 mA
Basisstrom Iy 100 mA
Basisspitzenstrom Igm 200 mA
Gesamtverlustleistung Pt 625 mW
Ta=25°C

Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tt —65...+150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rinsa £200 K/W
Sperrschicht-Gehéuse Rinic < 90 K/W
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BC 517

Kennwerte
bei T, =25°C, wenn nicht anders angegeben

Statische Kennwerte Symbol min. typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Visr)ceo 30 - - Vv

I =10mA

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Viericeo 40 - - \

I =100 pA

Emitter-Basis-Durchbruchspannung VieriEBO 10 - - \"
Ie=10pA

Kollektor-Basis-Reststrom Iogo

Vg =30V - - 100 nA
Veg=30V, T,=150°C - - 10 pRA
Emitter-Basis-Reststrom Iego - - 100 nA
Veg=4V

Stromverstarkung hee 30000 | — — -

I =20mA; Vg =2V")

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung) Veesat - - 1 \'

I, =100 mA; Ig=0,1 mA

Basis-Emitter-Spannung’) Vi - - 1,4 \
I.=10mA; Vg =5V

Dynamische Kennwerte Symbol min. typ. | max. | Einheit
Transitfrequenz fr - 150 | — MHz
I.=50mA, Vce=5V, f=20 MHz

Ausgangskapazitat Cob - 35 | — pF
Vee =10V, f=1MHz

1) Pulstest: <300 ps, D<2%
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BC 517

Gesamtverlustieistung P, =f (Ta)
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BC 517

Sattigungsspannung Vegea: = f (Ic)
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Silizium-NPN-Darlington-Transistoren

BC 617
BC 618

@ Hohe Stromverstarkung
@® Hoher Kollektorstrom

TO 92-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ | Bestellnummer | Typ | Bestellnummer

BC617 | Q62702-C1137 | BC618 | Q62702-C1138

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BC617 | BC618 Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 40 55 \
Kollektor-Basis-Spannung cBO 50 80 \"
Emitter-Basis-Spannung Veso 12 \Y
Kollektorstrom I 500 mA
Kollektorspitzenstrom oy 800 mA
Basisstrom Is 100 mA
Basisspitzenstrom Iy 200 mA
Gesamtverlustleistung Pot 625 mw
TA = 25 OC

Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tt —65...+150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung Rinua £200 K/wW
Sperrschicht-Gehéuse Rinuc < 90 K/W
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BC 617

BC 618
Kennwerte
bei T, =25°C, wenn nicht anders angegeben
Statische Kennwerte Symbol min. typ. | max. | Einheit
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Visriceo
I.=10mA
BC 617 40 — - \Y
BC 618 55 - - \
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Visriceo
I =100 pA
BC 617 50 - - Vv
BC 618 80 - - \"
Emitter-Basis-Durchbruchspannung VierjEs0 12 - - \
Ie=10pA
Kollektor-Basis-Reststrom Icgo
Veg =40V BC 617 - - 100 nA
Veg =60V BC 618 - - 100 nA
Veg=40V, T,=150°C BC 617 10 LA
Veg =60V, T,=150°C BC 618 - - 10 pA
Emitter-Basis-Reststrom Icgo - - 100 nA
Veg=4V
Stromverstarkung hee
Ic =100 pA; Vg =5V BC 617 4000 | — - -
BC 618 2000 | — - -
Ic= 10mA;V,=5V") BC 617 10000 | — - -
BC 618 4000 | — - -
Io= 200 mA; Vge=5V") BC 617 20000 | — 70000| —
BC 618 10000 | — 50000| —
Ic=1000 mA; Vo = 5 V1) BC 617 10000 | — - -
BC 618 4000 | — - -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung’) Veesat — — 1,1 \Y;
I.=200 mA; I;=0,2 mA
Basis-Emitter-Sattigungsspannung') Viesat - - 1,6 \'
I-=200mA; I;=0,2 mA
Dynamische Kennwerte Symbol min. typ. | max. | Einheit
Transitrequenz fr — 160 | — MHz
Io=50 mA, Vee =5V, f=20 MHz
Ausgangskapazitat Cob - 35 | — pF
Veg=10V,f=1MHz

1) Pulstest: <300 us, D<2%
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BC 617

BC 618
Sattigungsspannung Vieea = f (1) Sittigungsspannung Vgeeay = f (1)
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Silizium-NPN-Darlington-Transistoren BC 875
...BC 879

@® Hohe Stromwerte
@ Niedrige Kollektor-Emitter-Séattigungsspannung
@ Komplementare PNP-Typen: BC 876, BC 878, BC 880

3

TO 92-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 0,25 g

Typ | Bestellnummer‘ Typ } Besteilnummer] Typ ‘ Bestelinummer

BBC 875 | C62702-C853 |BBC 877 | C62702-C854 [@BC 879 | C62702-C855

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BC875 | BC877 | BC879 | Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 45 ' 60 \ 80 v
Kollektor-Basis-Spannung Veso 60 80 100 \
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 \'
Kollektorstrom I 1 A
Kollektorspitzenstrom Icyn 2 A
Basisstrom Iy 100 mA
Basisspitzenstrom Ign 200 mA
Gesamtverlustleistung Pt 0,8 (1) W
Toa=25°C")

Sperrschichttemperatur T 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung?) Rinua <156 K/wW
Sperrschicht-Gehéuse Rinsc £55 K/wW

1) Werden die Transistoren mit max. 4 mm langen AnschluBdréhten auf Leiterplatten mit min.
10 mm x 10 mm groBer Kupferflache fur den KollektoranschluB montiert, ist Ry,yo = 125 K/W und
damit Piot (max) =1 W bei Ty =25°C.

148



BC 875
BC 879

Kennwerte
bei T, =25°C, wenn nicht anders angegeben

Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. Einheit

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Visriceo
IC =50 mA

BC 875 45 - -
BC 877 60 - -
BC 879 80 — —

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Viericso
I.=100 pA

<<<

BC 875 60 - -
BC 877 80 - -
BC 879 100 | — —

Emitter-Basis-Durchbruchspannung VigrjeBO 5 - -
I =100 pA
Kollektor- Emitter-Reststrom Ieo - - 500 nA
Vee =0,5V, Voemax

Kollektor-Basis-Reststrom Ieeo
VCB = VCBmax - - 100 nA
Ves = Vegmax Ta=150°C - - 20 pA
Emitter-Basis-Reststrom Ieqo - - 100 nA
Veg=4V

Stromverstarkung hee
Io =150 mA; Vee =10 V") 1000 | — - —
I. =500 mA; Ve =10 V") 2000| — - -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung’) VeEsat \Y
I =500 mA; I;=0,5mA - - 1.3
Ic=1AI;=1mA — — 1,8
Basis-Emitter-Sattigungsspannung’) VaEsat - - 2,2 \
I.=1A;Ig=1mA

<|I<<<

Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. Einheit

Transitfrequenz fr - 150 | — MHz
I =200 mA, Vg =5V, f=20 MHz

1) Pulstest: <300 ps, D<2%
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BC 875

...BC 879
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BC 875

...BC 879
Stromverstarkung hee = f (I¢) Stromverstirkung hee = f (I¢)
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Silizium-PNP-Darlington-Transistoren

BC 876

...BC 880

@ Hohe Stromverstarkung
@ Hoher Kollektorstrom

@ Niedrige Kollektor-Emitter-Séattigungsspannung
@ Komplementire NPN-Typen: BC 875, BC 877, BC 879

Typ | Bestellnummer |

Typ

|Bestellnummer | Typ

@

TO-92-Kunststoffgehause
Gewicht: ca. 0,25 g

| Bestellnummer

HBC 876

| Q62702-C943 | BBC 878 | @62702-C942 | BBC 880 | Q62702-C941

Grenzwerte

Bezeichnung Symbol BC 876 | BC 878 | BC 880 | Einheit
Kollektor-Emitter-Spannung Veeo 45 ‘ 60 ' 80 \"
Kollektor-Basis-Spannung Veso 60 80 100 \
Emitter-Basis-Spannung Veso 5 Vv
Kollektorstrom I, 1 A
Kollektorspitzenstrom Iy 2 A
Basisstrom Iy 100 mA
Basisspitzenstrom Igy 200 mA
Gesamtverlustleistung Piot 0,8 (1) W
Ta=25°C")

Sperrschichttemperatur T, 150 °C
Lagertemperatur Tstg —65...+150 °C
Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung?) Rinia <156 K/W
Sperrschicht-Gehause Rinuc < 55 K/W

1) Werden die Transistoren mit max. 4 mm langen AnschluBdrahten auf Leiterplatten mit min.
10 mm x 10 mm groBer Kupferflache fir den KollektoranschluB montiert, ist Ry,ya = 125 K/W und
damit Pyot (max) =1 W bei Ty =25°C.
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BC 876
...BC 880

Kennwerte
bei T, =25 °C, wenn nicht anders angegeben

Statische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. Einheit

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Visriceo
I, =50 mA

BC 876 45 - -
BC 878 60 - -
BC 880 80 - —

Kollektor-Basis-Durchbruchspannung Visriceo

<<<

BC 876 60 - -
BC 878 80 - -
BC 880 100 | — -

Emitter-Basis-Durchbruchspannung Vierjeso 5 - -
I =100 pA

Kollektor-Emitter-Reststrom Ioeo — - 500
VCE = 015 V! VCEmax

Kollektor-Basis-Reststrom Iego
Ves = Veamax - - 100 nA
Ves = Vegmax; Ta=150°C - - 20 pA
Emitter-Basis-Reststrom Ieso - - 100 nA
Veg=4V

Stromverstarkung hee
I, =150 mA; Ve =10 V") 1000 | — - -
I, =500 mA; Vee =10 V") 2000 | — - -
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung’) VeEsat \
I.= 500mA; I;=0,5mA - - 1,3
I;=1000 mA; Iy =1 mA - — 1,8
Basis-Emitter-Sattigungsspannung’) VaEsat - - 2,2 Y
I.=1000 mA; Iy =1 mA

<l <<<

<

Dynamische Kennwerte Symbol min. | typ. | max. | Einheit

Transitfrequenz fr - 150 | — MHz
I, =200 mA, Ve =5V, f=20 MHz

') Pulstest: <300 us, D<2%
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BC 876

...BC 880
Gesamtverlustieistung Pioy =f (T) Reststrom Iy =1 (Tp)
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BC 876

...BC 880
Stromverstirkung hee =f (1) Stromverstirkung hee = f (1)
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Siemens in lhrer Ndhe




Siemens AG, Bereich Bauelemente
BalanstraBe 73, Postfach 8017 09, D-8000 Miinchen 80
= (089) 4144-0 52108-0 FAX (089) 4144-2689

Siemens in lhrer Nahe

Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West)

Siemens AG

Salzufer 6-8

1000 Berlin 10

2 (030) 3939-1, Tx 1810-278
FAX (030) 3939-2630

Ttx 308190 = sieznb

Siemens AG

Schweriner StraBe 1
Postfach 7820

4800 Bielefeld 1

@ (0521) 291-1, ™x 932805
FAX (0521) 291-375

Siemens AG

Lahnweg 10

Postfach 1115

4000 Diisseldorf 1

2 (0211) 399-0, Tx 8581301
FAX (0211) 399-2506

Siemens AG

Rodelheimer LandstraBe 5-9
Postfach 111733

6000 Frankfurt 1

e (069) 797-0,™x 414131-0
FAX (069) 797-2253

Siemens AG
HabsburgerstraBe 132
Postfach 1380

7800 Freiburg 1

@ (0761) 2712-1

Tx 772842

FAX (0761) 2712-234

Siemens AG

Lindenplatz 2

Postfach 105609

2000 Hamburg 1

= (040) 282-1, Tx1 215584-0
FAX (040) 282-2210

Siemens AG

Am Maschpark 1

Postfach 5329

3000 Hannover 1

2 (0511) 129-0, Tx1 922333
FAX (0511) 129-2799

Siemens AG
Richard-Strauss-StraBe 76
Postfach 202109

8000 Miinchen

= (089) 9221-4380

Tx 529421-19

FAX (089) 9221-4390

Ttx 8985061

Siemens AG
Von-der-Tann-StraBe 30
Postfach 4844

8500 Niirnberg 1

2 (0911) 654-0, X 622251
FAX (0911) 654-4064

Siemens AG
Geschwister-Scholl-StraBe 24
Postfach 120

7000 Stuttgart 1

@ (0711) 2076-0, Tx] 723941-0
FAX (0711) 2076-3706

Siemens AG
Nicolaus-Otto-StraBe 4
Postfach 3606

7900 Uim 1

@ (0731) 499-1

Tx1 712826

FAX (0731) 499-267

Siemens AG
Andreas-Grieser-Str. 30
Postfach 3280

8700 Wiirzburg 21

@ (0931) 801-0

[Tx] 68844

FAX (0931) 801-348



Siemens in Europa

Belgien

Siemens S.A.

chaussée de Charleroi 116
B-1060 Bruxelles

 (02) 536-2111, [Tx| 21 347

Danemark

Siemens A/S

Borupvang 3

DK-2750 Ballerup

@ (02) 656565, Tx 35313

Finnland
Siemens Osakeyhtio
L8

SF-00101 Helsinki 10
= (0) 1626-1, Tx) 124465

Frankreich

Siemens S.A.

B.P 109

F-93203 Saint-Denis CEDEX 1
@ (1) 49223100, [fx 620853

Griechenland

Siemens AE

Voulis 7

PO.B. 3601

GR-10210 Athen

@ (01) 3293-1, ™x1 216291

GroBbritannien

Siemens Ltd.

Siemens House

Windmill Road
Sunbury-on-Thames

Middlesex TW 16 7HS

= (09327) 85691, Tx1 8951091

Irland

Siemens Ltd.

Unit 8-11 Slaney Road
Dublin Industrial Estate
Finglas Road

Dublin 11

2 (01) 302855, Tx 32547

Italien

Siemens Elettra S.p.A.

Via Fabio Filzi, 29

Casella Postale 10388
1-20100 Milano

= (02) 67661, [Tx 330261

Niederlande

Siemens Nederland N.V.
Postb. 16068

NL-2500 BB Den Haag

@ (070) 782782, Tx1 31373

Norwegen

Siemens A/S

Ostre Aker vei 90
Postboks 10, Veitvet
N-0518 Oslo 5

2 (02) 153090, Tx 78477

Osterreich

Siemens Aktiengesellschaft
Osterreich

Postfach 326

A-1031 Wien

e (0222) 7293-0, T™x1372-0

Portugal

Siemens S.AR.L.

Avenida Almirante Reis, 65
Apartado 1380

P-1100 Lisboa-1

= (01) 538805, Tx] 12563

Schweden

Siemens AB

Halsingegatan 40

Box 23141

S$-10435 Stockholm

@ (08) 7281000, x 19880

Schweiz
Siemens-Albis AG
FreilagerstraBe 28
Postfach
CH-8047 Ziirich

2 (01) 495-3111,Tx 823781

Spanien

Siemens S.A.

Orense, 2

Apartado 155

E-28080 Madrid

= (01) 4552500, Tx] 27247

Tirkei

ETMAS Elektrik Tesisati ve
Mdihendislik A.S.

Meclisi Mebusan Caddesi 55/35
Findikli

PK. 1001 Karakoey

Istanbul

= (01)1510900,0x 24233

d 8/87
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